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Device for chemical wet treatment

The present invention relates to a device for chemical wet
treatment of substrates in a tank containing a treatment fluid, with
a lifting apparatus for introducing and removing at least one
substrate carrier and the substrates, as well as a drying method
which uses such a lifting device.

At present, an automatic wet treatment device comprises a
number of containers or tanks for a sequence of chemical wet
processes. After completion of a chemical process sequence or
between process steps, substrates, for example, silicone wafers
arranged in a cassette, are submerged into a rinsing tank and
subsequentiy dried.

The drying of a substrate can, for example, be performed with a
centrifuge, but also during the slow removal of the substrate from
the rinsing tank.

From European document 0 385 536 a drying method is known in
which, in addition to the slow removal of the substrate, a vapor
‘originating from a bath'is applied to the substrate whereby the
vapor does not condense on the substrate but diffuses into the
quuid-. At the liquid meniscus on the substrate surface a
conoéntration gradient is produced, and thus a surface tension
gradient, which causes the movement of the liquid away from the
substrate into the liquid and thus results in the drying of the
"substrate without residue. During the chemical wet treatment,
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respectively, the rinsing and drying, the substrates are secured in
carriers, also called wafer cassettes, in slots which are formed on
the inner surface of the sidewalls of the cassette. Such standard
carriers especially have relatively large surfaces with edges and
corners so that a relatively large amount of chemicals is
transferred from one process tank into another, respectively from
one bath into another, thus making the drying process more
difficult. The edges and great surface areas of conventional
carriers prolong especially the respective cleaning, rinsing, and
drying steps during the treatment because relatively large amounts
of liquid adhere to the surfaces, edges and corners and the
removal of chemicals by rinsihg is more complicated. However,
when the carrier does not have lateral guides, there are no lateral
guides provided for the substrates during lifting. In the known
devices the lateral carrier guides are used to secure the
substrates during lifting from the bath in order to protect the
substrates during lifting from the carrier against tipping over.

From Japanese document 5-27 06 60 (A) a device of the
aforementioned kind is known in which a lifting device with a
transport carriage for introducing and removing the substrates and
substrate carrier into and_from a container for chemical wet
treatment is provided. As in the case of introduction and removal
disclosed in connection with the arrangement of European
document 0 385 536 A, the substrates remain within the carrier so

as to be removed and introduced together with the carrier.

From .US Patent 5,299,901 a substrate handling device is known



Jhe drying of a substrate can, for exanpl e, be perfornmed with a centrifuge,
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substrate but diffuses into the liquid. At the liquid neniscus on the
substrate surface a concentration gradient is produced, and thus a surface
t ensi on gradi ent, which causes the novenent of the liquid away fromthe

-3-

in which a first transport carriage moves a carrier for the
substrates and a second transport carrier moves the substrate into
and out of the carrier. The introduction and removal of the
substrates, respectively, the substrates carriers into and from a
container for chemical wet treatment of substrates and the
associated requirements and difficulties are not discussed in this
document.

From US Patent 4,963,069 a substrate handling device is known
in which a substrate carrier is moved up and down with a lifting
apparatus and, in addition, a piston-cylinder unit with a jointed
connection to the lifting rod is provided in order to disengage the
substrate carrier from the liting movement.

From German Patent 34 25 267 a device for transporting and
individually handling sUbstrates is known according to which the
substrates within the substrate carrier can be lifted and the
substrates can also be lifted out of the carrier.

US Patent 3,493,093 shows and discloses a transporting and
handling device with which objects can be lifted and transported
whereby a control curve is used.

It is an object of the invention to provide a device, respecfively, a
method for the chemical wet treatment, especially for a rinsing
and/or drying, with which a continuous and secure lifting,
respectively, lowering of the substrates is possible.



substrate into the liquid and thus results in the drying of the substrate
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The aforementioned object is inventively solved by providing the
lifting apparatus with a first transport carriage'for the substrate and
a second transport carriage for the substrate carrier which
transport carriages are connected with one another by a jointed
connection. With this embodiment a separate lifting control for the
substrates and the substrate carrier and thus an optimal
adaptation of the movement to the respective process
requirements _is'possible. Such a connection with the possibility
of a relative movement of the carriages relative to one another
results in an optimal adaptation of the movements of the two
carriages and thus of the substrate and the substrate carrier. The
inventive features and measures allow the sontinuous removal of
the carrier with the substrates contained therein and the
subsequent lifting of the substrates from the carrier without
requiring a standstill or a great reduction of the velocity of the
carrier to be lifted during this entire process, especially also during
the switching between the movement of the carrier itself to the
movement of the substrate relative to the carrier. In the treatment
of carriers, especially of wafers, it is especially very important that
a standstill during the lifting of the wafers from the treatment,
rinsing, or cleaning bath does not occur because otherwise, upon
interruption of the movement, in the area of the transition from the
liquid into the space abdve the liquid surféce, particles may
deposit on the wafer. Due to the differenti'al stroke between the
carrier and the substrates provided for by the inventive measures,
a continuous movement of the substrates out of the liquid, and
especially during passing through the liquid surface, is thus
possible.



~2 - 'nrespectively, the rinsing and drying, the substrates are secured in
carriers, also called wafer cassettes, in slots which are fornmed on the

i nner surface of the sidewalis. of the cassette. Such standard carriers
especially have relatively Targe surfaces with edges and corners so that a
relatively large anount of chenmicals is transferred from one process tank
I nto another, respectively fromone bath into another, thus naking the
-drying process nore difficult. The edges and great surface areas of
conventional carriers prolong especially the respective cleaning, rinsing,
and drying steps during the treatnment because relatively |arge anmounts of
liquid adhere to the surfaces, edges and cgrners and the

Advantageous embodiments of the invention are disclosed in the
dependent claims.

Preferably, the first transport carriage is connected to a drive
device. The second transport carriage is not independently driven
but instead coupled to the first transport carriage.

According to a further advantageous embodiment of the invention,

- the jointed connection comprises two legs whereby a first leg is
connected to the first transport carriage and a second leg is
connected pivotably to the second transport carriage. The ends
of the legs which face away from the transport carriages are
pivotably connected to one another by a pin.

Advantageously, a projecting portion of the pin which connects the
two legs runs along a control curve. The control curve thus |
determines the course of movement of the connecting point of the
two legs. By suitably selecting the control curve, it is thus
possible to effect the movement of the first and second transport
carriages together or independent of one another. This realizes
a differential stroke which in the beginning moves the substrate
carrier and the substrates together at the same velocity, and
subsequently stops the movement of the substrate carrier while
the substrates are moved farther. Due to the connection of the
substrate carrier without lateral guides, which are also known
under the name "low mass carrier" or "low profile carrier", with
such a differential lifting mechanism, fixedly installed substrate
carrier receivers within the container are no longer required which



renoval, of chenmicals by rinsing is nore conplicated. However, when the
carrier does not have.lateral guides, there are no |ateral guides provided
for the substrates during lifting. In the known devices the lateral carrier
guides are used to secure the.substrates during lifting fromthe bath in
order to protect the substrates during lifting fromthe carrier against

ti ppi ng over. From Japanese docunent 5-27 06 60 (A) a device of the
aforenentioned kind is knowmn in which a lifting device with a transport
carriage for introducing and renoving the substrates and substrate carrier
~into and froma container for chemcal wet treatnent is provided. As in the
case of introduction and renoval dISC|OS€d6In connection with the
arrangenment of European

are however necessary for proce_ssing conventional carriers.

Advantageously, the control curve comprises a straight section
extending parallel to the direction of movement and an adjacent
curved section connected to the straight section.

According to another advantageous embodiment, the distance
between the first and second transport carriers, and thus between
the substrate and the substrate carrier, is enlarged when the pin
runs along the curved section. Due to the enlargement of the
distance between the substrates and the substrate carrier, the
substrates are lifted from the substrate carrier.

Advantageously, the shape of the curved section is selected such
that the distance between the first and second transport carriages

increases constantly. This ensures a constant lifting velocity of

the substrates so that drying spots and particle deposits at the

substrates due to jarring movements or even standstill can be

securely prevented.

Advantageously, the form of the curved section in its end section
is selected such that the second transport carriage is slowly
braked until it stops completely. The point at which the second
transport carriage stops is selected such that the second transport
carriage advantageously stops when the substrates engage a
guide external to the substrate carrier, but such that the substrate
carrier does not collide with the substrate guides positioned
external to the tank.



document 0 385 536 A, the substrates remain within the carrier so as to be
renoved and introduced together wwth the carrier. . FromUS Patent
5,299,901 a substrate handling device is known ’
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Advantageously, the first transport carriage is provided with a
blade-like lifting device, also simply called "blade", which supports
the substrates at one point so that only a point contact results.
This contact point of the substrate leaves the fluid last during
lifting. The blade shape has the advantage that the fluid present
at this location on the substrates can be easily deflected by the
blade, respectively, pointed shape. The blade is provided with
notches which prevent a sliding of the substrate.

Expediently, the blade-shaped lifting device and the substrate
carrier are lifted at the same velocity when the pin runs along the
straight section of the control curve. This is the case when the
substrates during lifting are still contained within the substrate
carrier. The second transport carriage will be stopped only when
the substrates engage the guides external to the substrate carrier.

In the case that a hood is arranged above the container,
especially during a drying process, it is especially advantageous
when the guide is provided at the inner sidewalls of the hood.
The hood, which is primarily provided for covering the container,
respectively, the tank, thus serves also for guiding the substrates
when they are no longer engaged by the substrate carrier.
Advantageously, the top side of the hood has connected thereto
a diffusor plate in order to generate an isopropyl alcohol (IPA)/N,
atmosphere for improving the drying process.

Advantageously, the inventive lifting apparatus is further provided
with a releasable and lockable locking mechanism, which rigidly



~-3- in which a first transport carriage noves a carrier for the substrates
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carrier. The introduction and renoval of the substrates, respectively, the
substrates carriers into and:froma container for chemical wet treatnent of
substrates and the associated requirenents and difficulties are not
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connects the first and the second transport carriages. The rigid
connection between the first and second transport carriages
corresponds to the movement of the pin of the jointed connection
along the straight section of the control curve which is parallel to
the movement dire_ction. When the locking mechanism is locked,
the substrate carrier can be lifted together with the substrates
completely out of the tank, for example, when the transfer position
of the substrate carrier is located at the upper portion of the tank
and especially when the substrate carrier with the substrates is to
be introduced into the tank or lifted _from the tank.
Advantageously, a cylinder is provided which locks or releases the
locking mechanism for a simple control, especially when using the
device as a module within a treatment system to be automatically
loaded. Due to the releasable locking mechanism it is ensured
that the transport carriages can be moved together for loading and
unloading into the upper position, but can be separated for lifting
the substrates from the substrate carrier.

The present invention has further the object to increase the yield
for the manufacture of semi-conductor chips and/or wafers with
the aforedescribed devices, to simplify the sequence of the
method, and to improve the product quality.

This object is solved in connection with the aforementioned
devices for systems in that a hood is provided above the tank and
that the hood is provided with a drip protection device. Especially
when at least two tanks for the treatment of substrates are
arranged adjacent to one another, in conventional devices the



From US ,Patent 4,963,069 a substrate handling device is known in which a
substrate carrier is noved up and down with a lifting apparatus and, in
addition, .a piston-cylinder unit with a jointed connection to the lifting
rod is provided in order to.disengage the substrate.carrier fromthe
lifting novenent. From Gernan Patent 34 25 267 a device for transporting
and individually handling substrates is known according to which the
substrates within the substrate carrier can be lifted and the substrates
can also be lifted out of the carrier. '
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problem occurs that during insertion or removal of wet substrates
and/or substrate carriers droplets will fall onto the hoods of
neighboring treatment tanks. When subsequently the hood is
moved over the tank, for example, in order to remove substrates
and/or substrate carriers from the tank that have been dried within
the tank, there is a great risk that droplets will run down along the
hood and will drip onto the already dried substrate. This
disadvantage is eliminated by the inventive measure according to
which the hood is provided with a drip protection device.

Preferably, the drip protection hood comprises a drip plate which
is either connected to the upper side of the hood or which is in the
form of a collar connected to the periphery of the hood. The
arrangement of the drip plate, respectively, of the collar depends
substantially on the spatial situation and is selected according to
the space that is available.

According to one very advantageous embodiment of the irivention,
the plate, respectively, the collar projects past the outer
dimensions of the hood whereby, according to one especially
advantageous embodiment of the invention, the drip plate and/or
the collar is slanted downwardly to that side of the hood toward
which the hood upon opening of the tank is displaced. In this
manner, it is ensured that on this side of thé hood which is moved
across the open tank no liquid can run and drip into this tank
because the drip plate, respectively, the collar projects past the
side wall of the hood and extends upwardly from the sidewall,
respectively, from the upper side of the hood so that liquid cannot



.US Pat ent 3,493,093 shows and di scl oses a transporting and handl i ng device
with which objects can be lifted and transported whereby a control curve is

used.
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respectively,
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respectively, |owering

drip down. The liquid which is present on the hood, respectively,

the droplets that run downwards along the sidewalis to the collar,

are guided by the drip plate, respectively, the collar at a slant to

the side of the hood which during opening and closing' of the tank

is not positioned over the open tank.

According to a further embodiment of the invention, a tank rim drip

slant is provided at the side of the tank across which the hood is

not 'displaced, which drip slant prevents that liquid can drip down

onto the rim of the tank and contaminate, respectively, rewet it

when, for example, substrates and substrate holder are

transported across this area.

The aforementioned object is also solved in connection with the

aforementioned devices and systems by providing the tank with a

cleaning opening. Duﬁng the treatment of substrates, espécially

wafers, within the tank, during treatment or during manipulation of

the wafers, it happens that they break or that parts break off which

remain within the tank. These remains must be removed in a

complicated manner from the top. With the inventive measure,

aécording to which the tank is provided with a cleaning opening,

the removal of remains or broken wafers is substantially facilitated.

Accordingly, the cleaning opening is advantageously closed by a

flange which is detachable, preferably screwable, whereby the

cleaning opening advantageously is connected to one side of the

tank at or near the bottom of the tank. Thus, a direct access to

the remains and wafer pieces within the tank is possible fast and

in an uncomplicated manner.
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The aforementioned object is also solved in connection with the
aforementioned devices by providing within the vapor zone
ionization for preventing electrostatic charging. In the vapor zone
and especially also because of dripping occuring during the
processes and flowing treatment fluids, such as distilled water etc.,
ions are present in the treatment space above thé water surface,
respectively, within the hood which closes off the tank in the
upward direction, which ions result in electrostatic charging and
damage to the substrates. Due to the electrostatic charging it is
possible to have present very high electrostatic voltages which can
result in breakthrough and thus can damage the substrates. By
generating ions the electrostatic charging is reduced and
damaging of the wafer by electrostatic charging is no longer
possible. Within the vapor zone nitrogen and/or isopropy! alcohol
are preferably present.

According to an advantageous embodiment of the system, the
ionization device is provided within the vapor zone whereby the
iozination device preferably comprises at least one ionization rod
at at least one inner wall of the hood. Preferably, the ionization
device comprises at least one counter electrode which is
advantageously also ari'anged at the inner wall of the hood at a
selected distance to the ionization rod, respectively to the
ionization rods. The counter electrode is preferably connected to
ground, respectively, to the terminal of a high voltage source
whereby the other terminal is connected to the ionization rod.

The ionization rod is advantageously loaded with high voltage of



.connection. Wth this enbodi nent a separate lifting control for the
substrates and the substrate carrier and thus an optiml adaptation of the
movenent to the respective process requirenents is possible. Such a
connection with the possibility of a relative novenent of the carriages
relative to one another results in an optiml adaptation of the novenents
of the two carriages and thus of the substrate and the substrate carrier.
The inventive features and neasures allow the continuous renoval of the
carrier with the substrates contained therein and the subsequent lifting of
the substrates fromthe carrier without requiring a standstill or a great
reduction of the velocity of the carrier tﬁ%be lifted during this entire
process, especially also during the switchi“ng between the novenment of the

carrier 1UselT Lo Lo UMb I 3RS ST D elgye (o the carrier.in

According to an advantageous embodiment of the invention the
high voltage is pulsed. The pulses preferably have a pulse length
of 1 to 100 ms and preferably of 10 to 40 ms. Advantégeously,
the pulse duty ratio of the pulses is in the range of 1:8 to 1:12 and
preferably approximately 1:10. '

An improvement of the product quality can be achieved with the
aforementioned devices such that at least one h'leasuring probe
for monitoring the gas concentration, the gas mixture proportions
and/or the gas contents, respectively, gas mixture contents within
the vapor zone is provided. Preferably, the data measured by the
measuring brobe are used for controlling the gas concentration,
the gas mixture proportions and/or the gas contents, respectively
gas mixture contents within the vapor zone. In this manner, it is
possible to maintain over the entire manufacturing and treatment
sequence optimal conditions within the vapor zone so that a high
manufacturing quality and a low amount of products to be
discarded is ensured.

The desired product quality according to a further inventive
embodiment of the aforementioned devices can also be achieved
by arranging within a line, via which the treatment fluid is
withdrawn, a flow meter for determining the throughput of the
treatment fluid. Thus, it is possible to determine deviations of the
amount of throughput quickly and/or to use the data measured by
the flow meter for controlling the amount of fluid to be introduced



of carriers, especially of wafers, it is especially very inportant that a
standstill during the lifting of the wafers fromthe treatnent, rinsing, or
cl eani ng bath does not occur because ot herw se, upon interruption of the
novenent, in the area of the transition fromthe liquid into the space
above the liquid surface, particles may deposit on the wafer. Due to the
differential stroke between the carrier and the substrates provided for by

a conti nuous novenent of the substrates out of the

the inventive neasures,

l'iquid, and especially during passing through the liquid surface, is thus

possi bl e.
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or withdrawn. In the inlet line and/or outlet line it is thus
advantageous to provide a valve, especially a motor-controlled
valve whereby the motor, respecfively, the valve is controlled as
a function of the measured data of the flow meter.

In the aforementioned devices the manufacturing costs are
inventively kept minimal by recycling the treatment fluid flowing out
of the tank in a recycling device. This reduces not only the
manufacturing cost but also increases the environmental safety of
the method. The recycled fluid is preferably reused in the fluid
tank. The entire recycled fluid or a portion thereof can also, after
recycling, be released into the used water sewage system. This
is especially advantageous when the fluid is distiled water
resulting from a drying process of the substrates, that, after
recycling, can be without problems introduced into the communal
sewage system.

Prefei'ably, the inventive lifting apparatus is to be used in a drying
process. Here, the substrates are lifted out of a rinsing liquid and
the substrate carrier remains within the tank. Subsequently, the
liquid level is lowered below the substrate carrier which can be
effected, for example, by opening an outlet. Subsequéntly, the dry
substrates are again lowered into the also dry substrate carrier.
The drying of the substrates is effected also during lifting of the
substrates from the tank while the substrate carrier is dried due to
lowering the liquid level of the rinsing fluid.

The invention as well as further details and advantages thereof will
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dependent cl ai ns.
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be explained in detail in the following with the aid of embodiments

while referring to the drawings. It is shown in:

Fig. 1 a view of the back side of ah embodiment of a lifting

Fig
Fig

Fig
Fig
Fig
Fig
Fig

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

Fig.

apparatus for an inventive drying system;

. 2 a side view of the lifting apparatus of Fig. 1;

. 3 a cross-sectional view of the drying device for chemical wet

treatment, showing at the same time a first step of the

inventive drying method;

. 4 a second step of the inventive drying method;

. 5 a third step of the inventive drying process;

. 6 a fourth step of the inventive drying process;

. 7 a fifth step of the inventive drying method;

. 8 a sixth step of the inventive drying method,

10
11

12

13

14

15

16

9 a seventh step of the inventive drying method;

an eighth step of the inventive drying process;

one embodiment of the inventive device in a
schematic representation with drip plate at the hood,;
A further embodiment of the inventive device with a
drip protection device in the form of collar
surrounding the hood;

The embodiment according to Fig. 12 in a plan view;
a side view of an embodiment of the inventive
device with a cleaning opening at the tank;

a schematic cross-sectional view along the section
line I- in Fig. 14; and

an embodiment of the hood with an ionization device
in a schematical representation.



Preferably, the first transport carriage is connected to a drive device.
The second transport carriage is not independently driven but instead
coupled to the first transport carri age. According to a further . _
advant ageous enbodi ment of the invention, the jointed connection conprises
two | egs whereby a first leg is connected to the first transport carriage
and a second leg is connected pivotably to the second transport carri age.
The ends of the | egs which face away fromthe transport carriages are

pi votably connected to one another by .a pin
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In Figures 1 and 2 a lifting apparatus 1 of the inventive device 20

for drying wafers 25 according to Fig. 3 is represented. The lifting
apparatus 1 comprises a first transport carriage 2 with a support
arm 14 for a blade-shaped lifting device 16 and a second transport
carriage 3 with a support arm 15 for the substrate carrier 17 which

are connected by a jointed connection 4. The jointed connection

4 comprises a first leg 5 and a second leg 6 that jointedly connect

the first transport carriage 2 and the second transport carriage 3.

The two legs 5, 6 are connected to one another with a pin 7. The

first transport carriage 2 is driven by a non-represented motor and
pulls during lifting via the jointed connection 4 the second
transport carriage 3 along a guide track 10 in the upward direction
10. .The pin 7 runs along a control curve 11 which is comprised
of a straight section 12 and a curved section 13.

When the pin 7 moves along the straight section 12, the jointed
connection 4 substantially forms a rigid connection between the
first and the second transpoﬁ carriages 2, 3. In this state, the
substrate carrier 17 with the wafers 25 contained therein is lifted,
while the blade-shaped lifting device 16 does not yet come into
contact with the wafers 25. At the beginning of the curved section
13 of the control curve 11 the second transport carriage 3 is
gradually slowed relative to the first transport carriage 2. Thus,
the blade-shaped lifting device 16 comes into contact with the
wafers 25 and lifts them from the supports within the substrate
carrier 17. At this point in time the wafers 25 are already
supported by the guides 39 within the hood 22, as is shown in the
Figure 5 to be described infra. The transport carriage 3, however, |



Advant ageously, a projecting portion of the pin which connects the two | egs
runs along a control curve. The control curve thus determ nes the course of
By suitably selecting
the control curve, it is thus possible to effect the novenent of the first
and second transport carriages together or independent of one another.
realizes a differential stroke which in the begi nning noves the substrate

novenment of the connecting point of the two |egs.

carri-er and the substrates together at the sane velocity,

Thi s

and subsequently

stops the novenent of the substrate carrier while the substrates are noved

farther. Due to the connection of the substrate carrier w thout

gui des, which are al so known under the nami "l ow mass carrier" or

profile carrier”, with such a differentiaf

| at er al

"] ow

Bifti ng mechani sm fixedly

install ed substrate

does not completely stop but follows according to the curve of the
curved section 13 the movement of the first transport carriage 2
because the legs 5, 6 have the opportunity to rotate about the pin
7 in order to thereby continuously enlarge the angle between
them. The point in time of standstill of the second transport
carriage 3 is reached when the pin 7 reaches a location of the
curved section 13 at which a transition into an arc is provided the
radius of which corresponds to the distance between the axis of
the pin and the axis of rotation of the connecting points between
the second leg and the second transport carriage 3. The own
weight of the transport carriage thus causes the standstill.

The radius of the area of the curved section 13 which is located
between the straight section 12 and the point at which standstill
occurs is greater than the radius of the area of the curved section
13 after the point at which standstill occurs.

In Figures 3 to 10 the sequence of the drying process by using the
lifting device 1 which is not represented in these drawings is
shown. In Figures 3 to 10 same reference numerals indicate
same elements.

According-to Fig. 3 the inventive device 20 comprises a container
or tank 21 across which a hood 22 can be laterally moved. Within
the tank 21 a blade-shaped lifting device 16 is shown which is
supported by the substrate arm 14.

The substrate carrier 17 with wafers 25 arranged therein is placed



.carrier.receivers within the container are no |onger required which
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with the aid of a device handler 24 onto the lifting apparétus 1
positioned in its lowest end position. A rinsing fluid 23 flows from
the bottom into the tank 23 and flows over the spillway edge 28
into an outer container 29. Since the lifting apparatus 1 is
positioned in its lowest end position, the wafers 25 are completely
immersed in the rinsing fluid 23.

The substrate carrier 17 comprises two parallel side plates of
which only side plate 30 is shown in an end view in Fig. 3.
Between the side plates four rods 31, 32, 33, 34 with transverse
slots for receiving the wafers. 25 are connected. Details of such
a low mass carrier are disclosed in German Offenlegungsschrift 44
28 169 which is not a prepublished document; the contents of this

_ disclosure is incorporated into this description in order to avoid
repetition.

A gas is introduced from the top into the hood 22 and exits the
drying space via the spillway openings of the tank.

The introduction of the gas provided for drying takes place via a
longitudinal tube within the upper lid portion of the hood 22. The
diffusor plate arranged between the longitudinal tube and the inner
volume of the lid comprises a defined hole arrangement that
provides for a uniform gas distribution over the width and length
of the lid. When simultaneously a plurality of substrate carriers 17
are processed within the drying device 20, partitions are preferably
provided within the lid at the forward sides of the wafer packages
which cause a uniform distribution of the gas for the entire space



-6.- ‘are however necessary for processing conventional carriers.

Advant ageously, the control curve conprises a straight section extending
parallel to the direction of novenent and an adj acent curved section
connected to the strai ght section. Accordi ng to anot her advant ageous
enbodi ment, the distance between the first and second transport carriers,
and thus between the substrate and the substrate carrier, is enlarged when
the pin runs along the curved section. Due to the enlargenent of the
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within the hood 22 for the individual wafer packages. Preferably,
the gas is an IPA/N, mixture. Otherwise, different flow conditions
may result so that individual wafers 25 of the packages could
exhibit different drying results. For guiding the wafers 25 at the
oppositely arranged inner side surfaces, guide slots 39 are
provided. The guide slots 39 in the hood 22 are slanted by about
5°. Correspondingly, the substrate carriers 17 are lowered with
the same slant angle into the tank 21. Thus, the position of the
wafers 25 is defined during the entire drying process, and the
drying of the substrate carrier is also improved. |

The representation of the inventive device according to Fig. 4
differs from the one in Fig. 3 only in that the hood 22 has been
moved across the tank 21. Subsequently, the substrate carrier 17
with the wafers 25 is lifted.

The pin 7 thus follows, due to the drive of the first fransport
carriage 22, the straight section 12 of the control curve 11.

In Fig. 5, the point of the movement has been reached at which
the pin 7 leaves the straight section 12 of the control curve 11 and
enters the curved section 13 of the control curve 11. The shape
and size of the control curve 11 is selected such that this point is

reached when the wafer 25 comes into engagement with the
lateral guides 39 in the hood 22 so that the substrate carrier 17 is
no longer needed for guiding the wafers 25. The wafers 25 are
then lifted by the blade-shaped lifting device 16.

After removal of the wafers 25 from the rinsing fluid 23 the wafers



di.s‘ta’n:ce bet ween the substrates and the substrate carri er, the substrates
are lifted fromthe substrate carrier. Advant ageousl y, the shape of the

curved section is selected such that the di stance between the first and

second transport carriages increases constantly. This ensures a constant

lifting velocity of the substrates so that drying spots and particle
deposits at the substrates due to jarring novenents or even standstill

can

be securely prevented. Advant ageously, the formof the curved section in

its end section is selected such that the second transport carriage is

slowy
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25 are dried. The drying process is supported by the IPA/N,
atmosphere above the tank 21 because the gas mixes with the
rinsing fluid 23 on the substrates 25 and, due to the gradient
present within the surface tension forces, prevents that a liquid
film remains on the substrate 25.

According to Fig. 6 the substrate carrier 17 is gradually slowed
dO\;vn relative to the blade-shaped lifting device 16. Thus, the
blade-shaped lifting device 16 takes over in order to further lift the
wafer 25 from the tank 21.

In Fig. 7, the position of the substrate carrier 17 is shown in which
it is completely stopped and only the blade-shaped lifting device
16 is moved upwardly. Thus, the substrate carrier 17 is not forced
into the guides 39 of the hood 22 which otherwise would result in
damage to the guides and a destruction of the substrate carrier
17.

Fig. 8 shows the end of the drying process of the substrates 25.
The wafers 25 have reached the highest point of their movement
and are no completely lifted to a position above the liquid level 27.
In order to dry the substrate carrier 17, the liquid level is lowered
by opening an outlet. The wafers 25 and the substrate carrier 17
are now within an IPA/N, atmosphere.

In Fig. 9 the liquid level 27 of the rinsing liquid 23 is lower than the
substrate carrier 17. In the meantime, the movement that has
been previously described in connection with Figures 4 to 7 has



.br.aked until it stops conpletely. The point at which the second transport
carriage stops is selected such that the second transport carriage
advant ageousl y stops when the substrates engage a guide extéeérnal to the
substrate carrier, but such that the substrate carrier does not collide
with the substrate guides positioned external to the tank..
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been carried out in reverse sequence so that the substrate arm 14
and the substrate carrier arm 15 are again positioned in their
lower end positions. The wafers 25 and the substrate carriers 17
are now dry. "

According to Fig. 10, the hood 22 is laterally displaced so that the
substrate carrier 17 with the wafers 25 can be removed from the
tank 21 by the device handler 24.

In the embodiment represented in Fig. 11 of a device for
chemically treating substrates, above an upper wall 41 of a hood
42 a drip protecting device in the form of a drip plate 43 is

provided which is positioned at an angle of, for example, 5°
relative to the upper wall 41 of the hood 42. The cover plate 43

extends with its lateral ends 44, 45 past the sidewalls 46, 47 of
the hood 42. Especially when at least two treatment tanks are
arranged adjacent to one another, substrates, respectively,
substrate carriers which are wetted by liquid are transported
across the hood 42 so that it cannot be avoided that liquid will drip
onto the hood 42, respectively, according to the present invention,
onto the drip plate 43. Without the présence of the drip plate 43
this liquid would flow along the sides 46, 47 of the hood 42 and,
when opening the hood 42, for example, by displacement to the
left, would drip especially from the sidewall 47 into the tank 48
(only represented schematically) in which a different treatment
fluid or already dried substrates and/or substrate carriers are
present so that the treatment fluid would be contaminated,
respectively, the already dried substrates or substrate carriers
would be rewetted. The thds resulting disadvantages, for



~7- Advant ageously, the first transport carriage is provided with a

bl ade-like lifting device, also sinply called "blade", which supports the
substrates at one point so that only a point contact results. This contact
point of the substrate |eaves the fluid last during lifting. The bl ade
shape has the advantage that the fluid present at this |ocation on the
substrates can be easily deflected by the bl ade, respectively, pointed
shape. The bl ade is provided with
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example, more frequent exchange of the treatment fluid or greater
numbers of products to be discarded due to the rewetting of the
wafers are thus inventively prevented by the drip plate 43. The
drip plate 43 prevents running of droplets along the sidewalls 48,
47 of the hood 42 and especially along the side surface 47 which
will be upon displacement of the hood 42 to the left for opening
the tank 48 across the open tank 48. Due to the slanted
downward direction of the drip plate 43 in the direction toward the
side toward which the hood 42 is displaced, the liquid runs,
respectively, drips from the drip plate 43 within an area external
to the tank and can thus not contaminate the tank 48.

In the represented embodiment an additional tank drip slant 49 is
connected above the tank rim 50 of the side of the tank across
which the hood 42 during opening of the tank is moved, via which
liquid dripping onto the drip slant 49 is deflected and cannot reach
the rim 50 of the tank.

The embodiments represented in Figures 12 and 13 differ from the
embodiment in Fig. 11 substantially only in that the drip protecting
device in this case is in the form of a collar 61 which in the area
of at least the sidewalls 46 and 47 of the hood 42 surrounds the
hood 42 at least within the area of the sidewallls 46, 47. Due to
the projecting areas 62, 63 of the collar 61, as has been disclosed
in detail in connection with Fig. 11, it is ensured that upon opening
of the tank 48 by displacement of the hood 42 in the plane of the
drawing to the left liquid which drips from the top onto the hood 42
cannot reach the sidewalls 46, 47 and cannot drip into the open



not'ches ‘whi ch prevent a sliding of the substrate. Expedi ently, the

bl ade-shaped |ifting device and the substrate carrier are |ifted at the
sanme velocity when the pin runs along the straight section of the control
curve. This is the case when the substrates during lifting are stil
contained within the substrate carrier. The second transport carriage wl|l
be stopped only when the substrates engage the guides external to the
substrate carrier. In the case that a hood is arranged above the
container, especially during a drying process, it is especially

advant ageous when the guide is provided at- the inner sidewalls of the hood.
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tank 48. The slanted portion 49 represented in Fig. 12
corresponds substantially to the one of Fig. 11 and has the same
function.

In the embodiments represented in Figs. 14 and 15 the tank 71 is
provided at its narrow side 72 with a cleaning opening 73 that is
cut out at the lower end within the vicinity of the bottom of the
tank.

As can be seen especially in connection with Fig. 15, the cleaning
- opening 73 is closed off with a removable flange 74 and can be
connected to the tank 71 with screws 75. Between the flange 74
and the tank 71 an intermediate flange 76 is provided in the
represented embodiment. For sealing the edges of the flanges 74
and/or the intermediate flange 76 a peripheral seal 77 is provided.

The cleaning opening 73 in the tank 71 allows for a simple
cleaning of the bottom of the tank and the easy removal of
remains or broken substrates.

The embodiment represented in Fig. 16 shows an ionization
device with ionization rods 91, 92 at both sides 46, 47 of the hood
42 which in this embodiment are fixed with fastening devices 93,
94 at the upper edge portion of the hood 42.

At a selected distance below the ionization rods 91, 92 counter
electrodes 95, 96 are provided which are, for example, grounded
or connected to mass.



. The 'hoed, which is primrily provi ded for coveri ng the contai ner,

respectively, the tank,

they are no |onger engaged by the substrate carrier. Advantageously,
top side of the hood has connected thereto a diffusor plate in order to
generate an isopropyl alcohol (IPA)/Nerr] atnosphere for inproving the

dryi ng process.

rigidly

Advant ageously, the inventive lifting apparatus is
further provided with a rel easabl e and | ockabl e | ocki ng nmechani s
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By applying a high voltage between the respective ionization rods
91, 92 and the associated counter electrodes 95, 96 ions are
generated which prevent an electrostatic charging of the substrate,
the substrate carrier and/or of components of the treatment
device. In this manner it is ensured that the disadvantages related
to electrostatic charging such as breakthroughs or spark over do
not occur and damages to the substrates are not possible.

The invention has been disclosed with the aid of preferred
embodiments. However, to a person skilled in the art numerous
deviations and other embodiments are obvious without deviating
from the basic inventive principle. For example, it is possible to
arrange the drip protecting device in the form of a drip plate 43 or
a collar 61 at the hood 42 at a location that is higher or lower,
depending on the respective spatial requirements, or to select the
amount of slant according to the respective requirements.
Furthermore, it is, for example, possible to provide a plurality of
ionization rods 91, 92 and a plurality of counter electrodes 95, 96
and to distribute them over the treatment chamber in order to
provide for an optimal, uniform ionization within the hood 42.

thus serves also for guiding the substrates when

t he

m whi ch



connect I on

Dﬁf he first and the second transport carriages. The rigid
t he novene

”1 I”’ t and second transport carriages corresponds to
the jointed connection
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Claims

1. Device (20) for chemical wet treatment of substrates (25)

in a tank (21) containing a treatment fluid (23), comprising

a lifting apparatus (1) for introducing and removing at least

one substrate carrier (17) and the substrates (25),

characterized in that the lifting apparatus (1) comprises a

first transport carriage (2) for the substrates (25) and a

second fransport carriage (3) for the substrate carrier (17)

which are connected with a jointed connection (4) to one
another. |

2. Device (20) according to claim 1, characterized in that thé
first and the second transport carriages (2, 3) are movable
along a vertical guide track (10).

3. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the first transport carriage (2) is
connected to a drive device. |

4, Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the jointed connection (4) comprises
two legs (5, 6) whereby a first leg (5) is connected to the
first transport carriage (2) and a second leg (6) is
connected pivotably to the second transport carriage (3)
and that the ends of the first and second legs (5, 6) facing
away from the transport carriages (2, 3) are connected via
a pin (7) in a pivotable manner.

Sheet Has Been Rep laced




. al* ong the straight section of the control curve which is parallel to the
en the | ocking nmechanismis | ocked, the substrate

carrl ft together with the substrates conpl et el y out of the
tan l ﬂ en the transfer positi ofe—tre=ub5H arrier is
| Ioc portion of the tank and| E&p8&HEET yIARREEN Hle substrate

carrier vmth the substrates is to be introdued i &Pk Bank qr lifted
fromthe tank. Advantageously, a cylinder is-provided whi ch I ocks or

rel eases the | ocking mechanismfor a sinple control, especially when using
the device as a nodule within a treatnment systemto be automatically

| oaded. Due to the rel easabl e | ocking rrecI}:F-l’ni smit is ensured that the
transport carriages can be noved toget hef “or | oadi ng and unl oading into

t he upper position, but
t he Sﬁﬁst rgt e ciatrr X Dg\?igeb(sofec%&a w?gd t6 Yiain ftlcﬂgracterlz'“\“eu i tRkees from

projecting portion of the pin connecting the two legs (5, 6)

runs along a control curve (11).

6. Device (20) according to claim 5, characterized in that the

control curve (11) comprises a straight section (12)

- extending parallel to the direction of movement of the

transport carriages (2, 3) and a curved section (13)
connected to the straight section.

7.  Device (20) according to claim 6, characterized in that the
distance between the first and the second transport
carriages (2, 3) is constant when the pin (7) runs along the
straight section (12). -

8. Device (20) according to one of the claims 6 or 7,
characterized in that the distance between the first and the
second transport carriages (2, 3) is increased when the pin
(7) runs along the curved section (13).

9. Device (20) according to one of the claims 6 to. 8,
characterized in that the shape of the curved section (13)
is selected such that the distance between the first and the
second transport carriages (2, 3) increases constantly.

10. Device (20) according to one of the claims 6, 9,
characterized in that the shape of the curved section (13)
in its end portion is selected such that the second transport

Sheet Has Been Replaced -
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The present inv | has further the object to increase the yield for the
hamM?onductor chips and/or wafers with the aforedescribed
dev M“) t he sequence of the nethes g—=amng e t he product
quat\‘m\\“m““ s solved in connect ot $HE

) ent i oned
devi eescfof sY st’enms |n that a hood is provio e ts and that the
hood is provided with a drip protection deviTeg. speC|aIIy when at | east
two tanks for the treatnment of substrates are arranged adj acent to one
anot her, in conventional devices the
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carriage (3) is slowly brought to a standstill.

11.  Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the first transport carriage (2) is
connected to a blade-shaped lifting device (16).

12. Device (20) according to claim 11, characterized in that the
blade-shaped lifting device (16) and the substrate carrier
(17) are lifted at the same speed when the pin (7) runs
along the straight section (12) of the control curve (11).

13. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the second transport carriage (3) is
stopped when the substrates (25) engage guides (39)
exterior to the substrate carrier (17).

14.  Device (20) according to claim 13, characterized in that the
guides are formed in a hood (22) above the tank (21).

15.  Device (20) éccording to one of the claims 11 to 14,
characterized in that the lifting of the substrates (25) after
- standstill of the second transport carriage (3) is carried out

with the blade-shaped lifting device (16).

16. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the device (20) is designed for rinsing
and/or drying of the substrates (25).

This Sheet Has Been Reﬂlaced
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17. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the substrate and/or the substrate
carrier during the drying process are exposed to a gas,
especially a gas mixture of isopropyl alcohol and nitrogen.

18. Device (20) 'according to one of the previous claims,
characterized in that a locking mechanism which is
arrestable and releasable is provided which connects the
first and the second transport carriages (2, 3) in a rigid
_manner.

19. Device (20) according to claim 18, characterized in that a
cylinder is provided which locks and/or releases the locking
mechanism.

20. Device according to one of the_ previous claims,
characterized in that a hood (42) is provided above the tank
(48) and that the hood (42) comprises a drip protectmg
device (43, 61).

21.  Device according to claim 20, characterized in that the drip
protecting device is a drip plate (43) (Fig. 11).

22. Device according to claim 21, characterized in that the drip
plate (43) is arranged at the top side of the hood (42) (Fig.
11).

23. Device according to claim 20, characterized in that the drip
[
ect Has Been Replaced
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-probl em occurs that during insertion or removal of wet substrates and/or
subsrrate—carﬁ—efs—dfeﬁ—ets will fall onto the hoods of nei ghborl ng
FELHAS GEENF [lom t he

treat ! lm ubsequently the hood is %ai
PRAEERi sk that

exanpl nove substrates and/or suyb
t ank tha ed within the tank, ther

droplets mAII run down along the hood and will drip onto the at y dried
substrate. This disadvantage is elimnated by the inventive neasure
according to which the hood is provided with a drip protection device.
Preferably, the drip protection hood conprises a drip plate which is either
connected to the upper side of t he hood or ichis in the formof a collar ..
connected to the periphery of the hood. %

f or

—BD

protecting device (43, 61) is a collar (61) arranged about
the hood (42) (Fig. 12).

24. Device according to one of the claims 20 to 23,
characterized in that the drip plate (43), respectively, the
collar (61) project outwardly from the hood (42).

25. Device according to one of the claims 20 to 24,
characterized in that the drip plate (43) respectively, the
collar (61) projects at a slant downwardly to that side (45)
of the hood (42) in whose direction the hood (42) upon
opening the tank (48) is displaced.

26. Device according to one of the claims 20 to 25,
characterized in that above the rim (50) of the tank (58),
across which the hood (42) is not displaced, a rim drip slant
(49) is provided.

27. Device according to one of the previous claims,
characterized in that the tank (71) comprises a cleaning
. opening (73) (Figs. 13 and 14).

28. Device according to claim 27, characterized in that the
~ cleaning opening (73) is closed off with at least one flange
(74, 76). |

29. Device according to claim 27 or 28, characterized in that
the cleaning opening (73) is provided at a side (72) of the

Sheet Has Been Reﬂlaced
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-arrangerrent of the drip plate, resp'ectiv"'ely, of the coll ar depends
subsLanH—&l—l—y"t‘)’rTTﬁE'E%?ﬂlal situation and is selected according to the

space t tw According to one very advantageous enbodi ment of
the i m\\ﬁﬂ‘m “ ml respectively, the gollakpERl-8&tSch@gt the outer
di rren5| e hootl V\/nereby, accordi ng tojone gaRRGIAld Y adyant ageous
enbodi nent of the invention, the drip plate angterthe—ce !,cuc #is sl ant ed
downwardly to that side of t he hood toward whi ch the hood upon opening of
the tank is displaced. In this manner, it is ensured that on this side of

t he hood which is noved across the open tank no liquid can run and drip
into this tank because the drip plate, resgsctively, the collar projects
past the ey

tank (71) at or in the vicinity of the bottom of the tank.

30. Device according to one of the previous claims,
characterized in that an ionization device is provided.

31. Device according to claim 30, characterized in that the
ionization device is provided in a hood (42) above the tank
(48).

32. Device according to claim 30 or 31, characterized in that
the ionization device is provided in a vapor zone in which
the substrate removed from the tank is exposed to a gas,
preferably nitrogen and/or isopropyl alcohol.

33. Device according to one of the claims 30 fo 33,
characterized in that the ionization device comprises at
least one ionization rod (91, 92) at least at one of the inner
walls (46, 47) of the hood (42).

34. Device according to one of the daims 30 to 33,
characterized in that the ionization device comprises at
‘least one counter electrode (55, 56).

35. Device according to claim 34, characterized in that the
counter electrode ('95, 96) is connected to mass.

36. Device according to one of the claims 30 to 35,

- characterized in that the ionization device is subjected to
N — .
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-si.de ViaH—of—the—heed—and ext ends upwardly from the sidewal |, respectively,

f.rom t. hﬁ!mifmillnljnmsﬂ“!mhe hood so that |iquid cannot

THIS SHEET HAS BEEN
REPLACED
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high voltage of 5 to 25 kV and preferably of 10 to 15 kV.

37. Device according to one of the claims 30 to 35,
characterized in t.hat the high voltage is pulsed and that the
pulses have an impulse length of 1 to 10 ms and preferably
of 10 to 40 ms.

38. Device according to claim 36 or 37, characterized in that
the pulse duty ratio of the high voltage impulses is within a
range of 1:8 to 1:12 and preferably has a pulse duty ratio
of approximately 1:10.

39. Device according to- one of the previous claims,
characterized in that at least one measuring probe for
monitoring the gas concentration, the gas mixture
proportion and/or the gas contents, respectively gas mixture
contents within the vapor zone is provided.

40. Device according to claim 39, characterized in that the
measured data detected by the measuring probe are used
for controlling the gas concentration, the gas mixture
-proportions and/or the gas contents, respectively, gas
mixture contents within the vapor zone.

41. Device according to one of the previous claims,
characterized in that in a line via which the treatment fluid
is removed, a flow meter for detecting the throughput of the

treatment fluid is provided.

-_—
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- _101 "drip down. The liquid which is pr"esent .on the hood,

t he dragpiﬁ;s,ma{—rmrﬁ’()’vmvxards al ong the sidewak

gui ded by the drj \ﬂﬁ respectively, the coll
o

UL

t ank rlmdrfp slant is provided at the side of the tank across which the
hood is not displaced, which drip slant prevents that _
onto the rimof the tank and contam nate, respectively, rewet it when,

of the gm
over th

ArTHES Sa=st ant AEEN
openi ng and cl osi ng of if he t &E#1A$SEIOt po
cording to a further enbegiFreRt—of the 1nvention,

exanpl e, substrates and substrate hol der are

42.

43.

44,

45.

46.

47.
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Device according to claim 41, characterized in that the
measured data detected by the flow meter are used for
controlling the inflowing and/or outflowing fluid amount.

Device according to claim 41 or 42, characterized in that
the control of the inflowing and/or outflowing fluid amount
is carried out with a valve, especially a valve driven by a
motor.

.Device according to one of the previous claims,
characterized in that the fluid flowing out of the tank is
recycled in a recycling device.

Device according to claim 44, characterized in that the
recycled fluid is reused within the tank.

Device according to claim 44 or 45, characterized in that
the recycled fluid is at least partially supplied to a gray

water sewage line.

Drying method in association with a lifting apparatus (1) for
introducing and removing at least one substrate carrier (17)
and of substrates (25), whereby the liting apparatus (1)
has a first transport carriage (2) for the substrates (25) and
a second transport carriage (3) for the substrate carrier
(17), characterized by the following method steps:
- Lifting the substrate (5) from a rinsing fluid (23) and
leaving the substrate carrier (17) within the tank (21);

This Sheet Has Been Rep
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‘tr:é_nspWea. The aforenentioned object is also solved in
connecfion with the nment i oned devi ces and systens by providing the
tank wity mﬁm‘wm ing. During the treatnentfp

especi al | B Hisn the tank, during treat mefitTp S&@Eﬁrﬁ%ﬂ?% Iati on
“of the wafer§, ft bhappens that they break or that parts BFRRCRR T whilth

manner fromthe top. Wth the inventive neasure, according to which the
tank is provided with a cleaning opening, the renoval of remains or broken
wafers is substantially facilitated. Accordingly, the cleaning opening is
advant ageously cl osed by a flange which i_s3£kgt achabl e, preferably

screwabl e, whereby the :

- Lowering the rinsing fluid (23) below the substrate
carrier (17); and

- Lowering the substrates (25) into the substrate
carrier (17) after completion of the drying process.

\
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“‘cl__:éa:ni’-:rfc:peni ng advant ageously is connected to one side of the tank at or
near the bottom of the tank. Thus, a direct access to the renmains and wafer
pieces within the tank is possible fast and in an unconplicated nanner.
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Abstract

In a device (20) for chemical wet treatment of substrates (25) in
a tank (21) containing a treatment fluid (23), comprising a lifting
apparatus for introducing and removing at least one substrate
carrier (17) and the substrates (25), a continuous removal and
introduction is achieved by providing the lifting apparatus with a
first transport carriage for the substrates (25) and a second
transport carriage for the substrate carrier (17).

(Fig. 3)



“The--af 6rementi oned object is also solved in connection with the

-af or enenwopgzi2devi ces by providing within the vapor zone PCIEPaS/H05183f or
preventing el ectrostatic charging. In the vapor zone and especially also
because of .dri ppi ng occuring during the processes and flow ng treatnent
fluids,- such as distilled water .etc., ions are present in the treatnent
space above the water surface, respect&ngy, wi thin the hood which cl oses
off the tank in the upward direction, Ich ions result in electrostatic
chargi ng and damage to the substrates. Due to the electrostatic charging it
is possible to have present very high electrostatic voltages which can
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‘result«in breakthrough and thus can damage the substrates. By generating

i ons -t he wb®6R12ast ati c charging is reduced and damagi ng of RCEERISSIS3bY

el ectrostatic charging is no | onger possible. Wthin the vapor zone
nitrogen and/ or isopropyl alcohol are preferably present. According to an
advant ageous enbodi nent of the system the ionization device is provided
within the vapor zone whereby the ioz”\féi on device preferably conprises at
| east one ionization rod at at |east one inner wall of the hood.
Preferably, the ionization device conprises at |east one counter el ectrode
whi ch is advantageously al so arranged at the inner wall of the hood at a
sel ected distance to the ionization rod, respectively to the
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. ionization rods. The counter electrode is preferably connected to ground,
respect iyw@loémisq the ternminal of a high voltage source whePEHEPVSIF: her
termnal is connected to the ionization rod. @ The ionization rod is

advant ageously | oaded wi th high voltage of
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.- 12 < 51to0 25 kV, preferably in a range of 10 to 15 kV. According to an
advant a odi ment of the invention the high voltage PEVERISGSESS The

. oR/0-g628 )
pul ses preferably have a pulse length of 1 to 100 ns and preferably of 10
to 40 ns. Advantageously, the pulse duty ratio of the pulses is in the
range of 1:8 to 1:12 and >
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-preferably approximately 1:10. An i nprovenent of the product quality can
be achi ewexbemipdl t he af orenentioned devices such that at | BEHEPFWSISS
measuring probe for nonitoring the gas concentration, the gas m xture
proportions and/or the gas contents, respectively, gas m xture contents

Wi thin the vapor zone is provided. Preferably, the data nmeasured by the
measuri ng probe are used for controlli 4 he gas concentration, the gas

m xture proportions and/or the gas contents, respectively gas m xture
contents within the vapor zone. In this manner, it is possible to maintain
over the entire manufacturing and treatnent sequence optimal conditions

Wi thin the vapor zone so that a high manufacturing quality and a | ow anount
‘of products to be
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«di scarded i s ensured. The desired product quality according to a further

I nvent i vavestizrzdnent of the aforenentioned devi ces can al s®CFEPIS0818Yed by
arranging within a line, via which the treatment fluid is withdrawn, a flow
nmeter for determ ning the throughput of the treatnment fluid. Thus, it is
possi bl e to determ ne deviations of the anpunt of throughput quickly and/or
to use the data neasured by the flow met@hior controlling the anount of
fluid to be introduced
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- 13 - or withdramn. In the inlet line and/or outlet line it is thus
advant agwoiesrira4ior ovi de a val ve, especial ly a notor - cont r oPCEEPISNSISS
whereby the motor, respectively, the valve is controlled as
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‘a function of the neasured data of the flow neter. I'n the af orenentioned
devi ces Wuoeogrmaf act uri ng costs are inventively kept nini nRETEPIYASE| i ng
the treatnment fluid flowing out of the tank in a recycling device. This
reduces not only the manufacturing cost but also increases the
environmental safety of the method. The recycled fluid is preferably reused
in the fluid tank. The entire recycledgd/yid or a portion thereof can also
after recycling, be released into the used water sewage system This is
especi al | y advantageous when the fluid is distilled water resulting froma
drying process of the substrates, that, ‘after recycling, can be w thout
-problenms introduced into the comunal sewage system
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sPreferably, the inventive lifting apparatus is to be used in a drying.
process.wigasei24ihe substrates are lifted out of a rinsing PCEEPISOSES t he
substrate carrier remains within the tank. Subsequently, the liquid |evel
is lowered bel ow the substrate carrier which can be effected, for exanple,
by opening an outlet. Subsequently, the dry substrates are again | owered
into the also dry substrate carrier. Thg girying of the substrates is
effected also during lifting of the substrates fromthe tank while the
substrate carrier is dried due to lowering the liquid level of the rinsing
fluid. The invention as well as further details and advant ages t hereof

Wil
e
20

- :
= g
l’ ’

~

s

Fig. 10



PCT/EP95/05153

10/12

WO 96/21241

- 14 -




be exptained in detail in the followwng wth the aid of enbodi nents while
referri ngVO6REM1dr awi ngs. It is shown in: Fig. 1 a view BETERBOSESK side

of an enbodinent of a lifting aratus for an inventive drying

apg
system Fig. 2 a side view of the IiflEﬁéZapparatus of Fig. 1; Fig. 3 a

cross-sectional view of the drying device fdiQ ﬁemc@ wet treat ment,
showi ng at the sane tine a first step of t BN i/nventive dryi ng met hod,;
Fig. 4 a second step of the inventive dryg e Fig. 5 a third step of
the inventive drying process; Hig, f AW Lpventive drying
process;
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-Fig: 7 a fifth step of the inventive drying nethod; Fig. 8 a sixth step of
t he i nvEWOI%9%R21281yi ng net hod; Fig. 9 a seventh step of the ?Wé@dryi ng
met hod; Fig. 10 an eighth step of the inventive drying process; Fig. 11

one enbodi nment of the inventive device in a schematic
representation with drip plate at the hood; Fig. 12 A further enbodi nment
of the inventive device with a 12/12 drip protection device in the
formof collar surroundi ng the hood; Fig. 13 The enbodi nent
according to Fig. 12 in a plan view, Fig. 14  a side view of an
enbodi nent of the inventive " device with a cleaning opening at

the tank; Fig. 15 a schematic cross-sectional view along the section
line I-1 in Fig. 14; and
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Fig. .16

an enbodi nrent of the hood with an ionization device

in a schematical representation..
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Claims

Device (20) for chemical wet treatment of substrates (25)
in a tank (21) containing a treatment fluid (23), comprising
a liting apparatus (1) for introducing and removing at least
one substrate carier (17) and the substrates (25),
characterized in that the lifting apparatus (1) comprigeg a
first transport carriage (2) for @ substrate lifting device (16)
and a second transport carriage (3) for a substrate carrier
holder (17) which are connected with a jointed connection
(4) to one another,

Device (20) according to claim 1, characterized In that the
first and the second transport carriages (2, 3) are movable
along a vertical guide track (10).

Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the first transport carriage (2) is

~ connected to a drive device.

Device. (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the jointed connection (4) comprises
two legs (5, 6) whereby a first leg (5) is connected to the
fist transport cariage (2) and a second leg (6) is
connected pivotably to the second transport carriage (3)
and that the ends of the first and second legs (5, 6) facing
away from the transport carriages (2, 3} are connected via
a pin (7) in a pivotable manner.
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- 15- - In_Figures 1 and 2 a lifting apparatus 1 of the inventive device 20
for dry| ng wafers 25 according to Fig. 3 is represented. The |ifting
appat at us iﬂm uul t transport carriage 2 with a support arm 14
for a blad m lm"m E"Bew ce 16 and a second transport carriage 3 with
a support arm $5 For"the gubstrateicarrier 17 which are connected by a
jointed connection 4. The jointed connection 4 conprises a first leg 5 and
a second leg 6 that jointedly connect the first transport carriage 2 and

the second transport carriage 3. The two legs 5 6 are connected to one
another with a pin 7. The first transport carriage 2-is driven by a

non-represented notor and pulls during lifting via the j 0|nted connection 4
t he second 5. Device (20) according to claim 4, oharactenzed in that a

projecting portion of the pin connecting the tw_o legs (5, 6)

runs along a control curve (11).

6. Device (20) according to claim 5, characterized in that the
control curve (11) comprises a sfraight section (12)
extending parallel to the direction of movement of t‘he
transport camiages (2, 3) and a curved section (13)
connected to the straight section.

7.  Device (20) according fo claim 6, characterized in that the
distance between the first and the second transport
carriages (2, 3) is constant when the pin (7) rune along the
straight section (12).

8. Device (20) according to one of the claims 6 or 7,
~ characterized in that the distance between the first and the
second transport carriages (2, 3) is increased when the pin

(7) runs along the curved section (13).

9. Device (20) according to one of the claims 6 to 8,
characterized in that the shape of the curved section (13)
is selected such that the distance between the first and the
v second transport carriages (2, 3) increases constantly.

10. Device (20) according to one of the claims 6, 9,
characterized in that the shape of the curved section (13)
in its end portion is selected such that the second transport

[REPLACEMENT SHERT
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transport carriage 3 along a guide track 10 in the upward direction 10.- The
‘pin 7 runs along a curve 11 which is conprised of a straight
.section ection 13. . Wen the pin 7 noves along the

strai ghtﬁmﬂmuﬁmﬁ[’mﬁmj ointed connection 4 substantially forns a rigid
connecti oh betweemn rst and the second transport carriages 2, 3. In
this state, the substrate carrier 17 with the wafers .25 contained therein
is lifted, while the bl ade-shaped lifting device 16 does not yet cone into

contact with the wafers 25. At the beginning of the curved section 13 of
the control curve 11 the second transport carriage 3 is gradually sl owed

relative to the first transport,.cargi 2. Thus, bl ade-shaped lifting
devi ce 16 cones i nto conPHT '@)n'sﬁl@ag%romh{to%sén&uﬂ‘

11. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the first transport carriage (2) is
connected to a blade-shaped lifting device (16).

12.  Devics (20) according to claim 11, characterized in that the
blade-shaped lifting device (16) and the substrate carrier
(17) are lifted at the same speed when the pin (7) runs
along the straight section (12) of the control curve (11).

13.  Device (20) according to claim 11, characterized in that the
second ftransport carriage (3) is stopped when the
substrates (25) engage guides (39) exterior to the substrate
carrier (17).

14. Device (20) according to claim 13, characterized in that the
guides are formed in a hood (22) above the tank (21).

15. Device (20) according to one of the claims 11 to 14,
characterized in that the lifting of the substrates (25) after
standstill of the second transport carriage (3) is carried out
with the blade-shaped kfting device (16).

16. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that the device (20) is designed for rinsing
and/or drying of the substrates (25). '
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wafers 25 and lifts themfromthe supports within the substrate carrier 17.

At this—poeint—n—tnre—the wafers 25 are al ready. supported by the guides 39
within the hood is shown in: the Fi gure 5 to be described infra. The

22
cransoo A= "

17. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized by a gas inlet device for subjecting the
substrates and/or the substrate carrier during the drying
process fo a gas, especially a gas mixture of isopropyl
alcohoi and nitrogen.

18. Device (20) according to one of the previous claims,
characterized in that additionally a locking mechanism
which is arrestable and releasable is provided which
connects the first and the second transport carriages (2, 3)
in a rigid manner,

19. Device (20) according to claim 18, characterized in that a_
cylinder is provided which locks and/or releases the locking
mechanism.

20. Device according to one of the previous claims,
charactetized in that a hood (42) is provided above the
container (48) and that the hood (42) oompnses a drip
‘protecting device (43, 61).

21.  Device according to claim 20, characterized in that the drip
protecting device is & diip plate (43) (Fig. 11),

22.  Devioe according to claim 21, characterized in that the drip
plate (43) is arranged at the top side of the hood (42) (Fig.
11).
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-_‘ 16 - do op but follows according to the curve of the

curved section 13 th t of the first transport carriage 2 because
the:legs. 5, tﬂ“ﬂ” gﬂﬂﬁ?ﬂg@‘umty to rotate about. the pin 7 in order to

t her-eby contl the angl e between them The point in tinme of
standstill of” the second transport carriage 3 is reached when the pin 7
reaches a | ocation of the curved section 13 at which a transition into an
arc is provided the radius of which corresponds to the distance between the
axis of the pin and the axis of rotation of the connecting points between

23.  Device according to claim 20, characterized in that the drip
protecting device (43, 61) is a collar (61) arranged about
the hood (42) (Fig. 12).

24, Device according fo one of the dlaims 20 to 23,
characterized In that the drip plate (43), respectively, the
collar (61) project outwardly from the hood (42).

25.  Device according to one of the claims 20 to 24,
characterized in that the drip plate (43) respectively, the
collar (61) projects at a stant downwardly to that side (45)
of the hood {42) in whose direction the hood (42) upon
opening the container (48) is displaced. '

26. Device according to one of the daims 20 to 25,
characterized in that above the rim (50) of the container
(58), across which the hood (42) is not displa_oed, arim drip
glant (49) is provided.

27. Device according to one of the previous claims,
characterized in that the container (71) comprises a
cleaning opening (73) (Figs. 13 and 14).

28. Device according fo claim 27, characterized in that the
| cleaning opening (73) is closed off with at least one flange

(74, 76).

29. Device according to claim 27 or 28, characterized in that
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t_Fle second_l eg and the second transport carriage 3. The own wei ght of the

transport carriage thus causes the standstill. The radius of the area of
t he curved imﬂlﬂmumuﬂlﬂlls | ocat ed between the straight section 12 and
t he point at i occurs is greater than the radius of the area
of the curved sdctiton®13*after the point at which standstill occurs. I n

Figures 3 to 10 the sequence of the drying process by using the lifting
device 1 which is not represented in these drawings is shown. In Figures 3
to 10 sanme reference nunerals indicate same el enents

_ the cleaning opening (73) is provided at a side (72) of the
container (71) at or in the vicinity of the bottom of the
container.

30. Device according to one of the previo&s claims,
characterized in that an ionization device is provided.

31. Device according to claim 30, characterized in that the
ionization device s provided in a hood (42) above the
container (48). |

32. Device according to claim 30 or 31, characterized in that
the lonization device is provided in a vapor zone in which’
the substrate removed from the tank is exposed to a gas,
preferably nitrogen and/or isopropyl alcohol.

33. Device according to one of the claims 30 to 33,
characterized In that the ionization devioe comprises at
least one ionization rod (91, 92) at least at one of the inner
walls (48, 47) of the hood (42).

34, Device according to one of the claime 30 to 33,
' characterized in that the ionization device comprises at
least one counter electrode (85, 56).

35. Device according to claim 34, characterized in that the
counter electrode (95, 96) is connected to mass.
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According to Fig. 3 the inventive device 20 conprises a container or tank
21 across which a hood 22 can 'be |aterally-moved. Wthin the tank 21 a

. bl ade-sh e 16 is shown which is supported by the substrate
arm14 1 l t“[lﬂu mm”ler 17 wi'th wafers 25 arranged therein is

36. Device according fo one of the claims 30 to 35,
characterized n fhat the fonization device is subjected to
high voltage of 5 to 25 KV and preferably of 1010 15 KV,

37. Device sccording to one of the claims 30 to 35
chiaracterized in that the high voltage is pulsed and that the
impulees have an Impulse length of 1 o 10 mg and
preferably of 10 to 40 ms.

38. Device according to claim 36 or 37, characterized in that
the pulse duty ratio of the high voltage impulses Is within a
sange of 1:8 to 1:12 and preferably has & pulse duty ratic
of approximately 1:10. '

39. Device according to oneé of the prévious claims,
characterized in that at least one measuring probe for
mohitorifig the gas concentrafion, the gas mixture
proportion andlor the gas confents, respectively, gas
mixtere contents within a vapor zone is provided,

40. Deviee #ocording to claim 39, characterized in that the
measured data detected by the measuring probe are used
for cortrofling the gas’ concenfration, the gas mixture
proportions and/or the gas contents, respectively, gas
mixture contents within the vapor zone.

41. Device according to one of the previous claims,
characterized in that in a iine via which the treatment fluid
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- 17 : wth the aid of a device handler 24 onto the lifting apparatus 1

posi t o
Jbot t‘om i n
cont.ai ner

position. Arinsing fluid 23 flows fromthe

d flows over the spillway edge 28 into an outer
IM mﬂﬂ I “W”'ng apparatus 1is -

42.

45,

47.

e removed, a flow moter for detscling the throughput of the
treatment fluid is provided.

Device adoording to claim 41, characterized in that the
measured data detected by the flow meter are used for
controlling the inflowing and/or ocutflowing fluid amount.

Device according to claim 41 of 42, charasterized in that
the confrol of the inflowing and/or oufflowing fiuid amount
is carried out with a valve, especially a valve driven by a
motor.

Device according to one of the previous claims,
characterized in that a fluid flowing out of the container is
recycled in a recycling device.

Device according to claim 44, charscterized in that the

- recycled fluid is reused within the container.

Device according to claim 44 or 45, charasterized in that
the recycled fluid is at least partislly supplied to a gray
water sewage line.

Drying method in association with a lifting apparatus (1) for
introducing and removing at feast one substrate carrer (17)
and of substrates (25), whereby the lifling apparatus (1)
has & first transport carriage (2) for the substrates (25) and
a second transport carriage (3) for the substrate cartier
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p05|tioned in its | owest end p05|tion, the wafers 25 are conpletely
imersed in the rinsing fluid 23. The substrate carrier 17 conprises two
paral | el Hmmlummmmuurm ch onl y side plate 30 is shown in an end view in
Fig.> 3. pt ates four rods 31, 32, 33, 34 with transverse
slots for*reteividy tthe*wafers:25 are connected. Details of such a | ow mass
carrier are disclosed in German O‘fenl egungsschrift 44 28 169 which is not

a prepublished document; the contents of this disclosure is incorporated
into this description in order to avoid repetltlon

(17), characterized by the following method steps:

- Lifting the substrate (5) from a rinsing fluid (23) and
leaving the substrate carrier (17) within the tank (21);

- Lowering the rinsing fluid (23) below the substrate
carrier (17); and

- Lowering the substrates (26) into the substrate
carrier (17) after completion of the drying 'proogsg.

R}
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A gas is mtroduced fromthe top into the hood 22 and exits the drying

space v THe spiTway openngs—of—the tank. Tre—troductTom ot yas

provi ded f drying takes place via a |longitudinal tube within the upper
lid porti of the hood 22. The -di ffusor plate arranged bet yft he
| :

| ongi t udg Renand the 'M : Emﬁ'lthgs npri ses Ml i ned hol e
arran nt. LR imepmomia Agro d| 1T 1 QUL ion ovel@®he w dth and
Lreg : ERIET ﬁm lers 17
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(54) 'llﬂeyﬁ'l' CHEMICAL TREATMENT INSTALLATION
(54) Bezeichoung: ANLAGE ZUR CHEMISCHEN NASSBEHANDLUNG

(57) Abstract q

In an installation (20) for the wet chemical
trestment of substrates (25) in a contsiner (21) :
of treatment fluid (23), with a lifting device for 20
inserting and removing at least one substrate holkder
(17) and the substrates, continuous lifting in and /
out is attained in that the lLifting out device has
2 first transport slide for the substrates (25) and a Py
second transport slide for the substrate holder (17). 22

enz 8 7 N

Bei einer Anlage (20) zur chemischen
anbehnulmgmsmw)hdm : =
(23) enthaltenden Behiier _

ein Behandlungsfiuid

(21), mit einer Aushubvorrichtung zum Ein- und
Ausbringen wenigstens eines Substrattriigers (17)
und der Substrate (25) wird ein kontinuierliches
Aus- bzw. BEinheben dadurch emreicht, daB die
Auhubvoniclmmgeﬁmmnmpauddm F7

for die Substrate (25) und einen 7 3
Transportschlitten fir den &Mum(l‘l)

23




18 -

WO 96/21241 PCI/EPISNS1S3

10

15

20

25

30

35 -

e a schen NagSbeha

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anlage zur chemi-
schen Nagbehandlung von Substraten in einem ein Behand-
lungsfluid enthaltenden Behilter, mit einer Aushubvor-
richtung zum Ein- und Ausbringen wenigstens eines
Substrattriigers und der Substrate, sowie ein Trocknungs-
verfahren unter Verwendung einer derartlgen Aushubvor-
richtung.

Heutzutage weist eine automatische NaBbank eine Reihe von
Becken oder Tanks fiir eine Abfolge chemischer NaBprozesse
auf. Nach AbschluB einer chemischen Prozeffolge oder
zwischen ProzeBschritten werden Substrate, zum Beispiel
in einer Kassette angeordnete Siliziumwafer, in ein spil-
becken getaucht und anschlieBend getrocknet. '

Das Trocknen eines Substrats kann beispielsweise mittels
einer 2Zentrifuge erfolgen, aber auch wihrend des lang-
samen Herausfahrens des Substrats aus dem Spiilbecken.

Aus der EP 0 385 536 ist ein Trockungsverfahren bekannt,
bei dem zusatzlzch zZum 1angsamen Herausfahren des Sub-
strats aus einem Bad ein Dampf auf das Substrat ange-
wendet wird, wobei der Dampf nicht auf dem Substrat kon-
densiert, jedoch in die Fliissigkeit diffundiert. Am Fliis-
sigkeits-Meniskus auf der Substratoberfliche entsteht ein
Konzentrationsgradient und damit ein Oberfléchenspan-’
nungsgradient, der eine Flilssigkeitsbewegung vom Substrat
weg in die Fliissigkeit erzeugt und ein riickstandsfreies
Trocknen des Substrﬁtthéwirkt. Wihrend der chemischen
NaSbehandlung bzw. des Spiilens und des Trocknens werden
die Substrate in Trigern, auch Waferkassetten genannt, in
Schlitzen, die auf der Innenfléche der Seitenwlinde der
Kassette ausgebildet sind, gehalten. Derartige
Standardtréger weisen insbesondere auch relativ groBe
Flichen mit Kanten und Ecken auf, so daB eine relativ



wi thin the hood 22 for the individual wafer packages. Preferably, the gas
Is an |PA/N err] nlxture——ethermrse—'dlfferent flow conditions may result
so that individual wafers 25:of the packages coul d exhlblt di ff erent drylng
results. For guiding the mafers 25 at the opp03|tely arranged inner side
surfaces, guwiee@iadls 39 are provided. The guide slots 39 i nPCIBPISESLS322
are slanted by about 5[err]. Correspondingly, the substrate carriers 17 are
| owered with the same slant angle into the tank 21. Thus, the position of
the wafers 25 is defined during the entire dryi g process, and the drying
of the substrate carrier is also inproved. The representation of the

I nventive device according to Fig 4 differs fromthe one in Fig. 3 only in

that the hood 22 ha%g£§§§ Menge an Chemikalien von einem ProzeStank in einen

anderen bzw. von einem Bad in ein anderes Bad,
verschleppt und der Trockungsvorgang erschwert wird. Die
Kanten und groSen Fl&chen der herkémmlichen Substrattri-

5 ger verl!ngern insbesondere auch die jeweiligen Reini~
gungs-, Spulé und Trocknungsschritte wihrend der Behand-
lung, weil relativ viel rlussigkeit an den Flidchen, Kan-
ten und Ecken haften bleibt und das Freisplilen der Che-
mikalien umstindlicher wird. Wenn der Tri#ger jedoch keine

10 seitlichen Fihrungen aufweist, fehlen auch seitliche Fiih-
rungen fiir die Substrate w&hrend des Aushubs. Bei den be-
kannten Vbrr;chtungen werden die seitlichen
Tragerfilhrungen dazu benutzt, die Substrate wihrend des
Herausfahrens aus einem Bad zu halten, um d;e Substrate

15 beim Ausheben aus dem Triger vor dem Umfallen zu schiit-
zen.

Aus der JP 5-27 06 60 (A) ist eine Vorrichtung der ein-

gangs genannten Art bekannt, bei der eine Aushubvorrich-
20 tung mit einemn Transportschlitten zum Ein- und.Ausbringen

' " von Substraten und'Substratthger in und aus einenm

Behdlter zur chemischen NaSbehandlung vorgesehen ist. Wie:

im Falle des Aus- und Einbringens bei der aus der

EP 0 385 536 A bekannten Anordnung bleiben die Substrate.
25 im Ttﬁger.-der zusammen mit dem T:Sger ein- und ausge-

bracht wird. B |

Aus der US 52 99 901 ist ein Substrat-Handhabungsgerit
' bekannt, bei der ein erster'Transportschlitten einen
30 Trager fiir die Substrate und ein zweiter Transportschlit-
ten die Substrate in und aus dem Tréger bewegt. Das Ein-
und Ausbringen von Substraten bzw. Substrattrﬁgern aus
' einem BehXlter fiir chemische NaBbehandlung von Substraten
und die damit verbundenen Erfordernisse und Schwierigkei-
35 ten sind in dieser D:uckschrift nicht angesprochen.

Aus der US 49 63 069 ist eine Substrat-nandhabungsvor-
richtung bekannt, bel der ein Substrathrager mittels



noved across the tank 21. Subsequently, the substrate carrier 17 with the
wafers 25 is |lifted. The pin 7 thus follows, due to the drive of the

first transport carriage 22, the straignt section IZ Of TNE CONMTOr CUrve
11. In Fig. 5 the point of the novenment has been reached at which the
pin 7 leaves the straight section 12 of the control curve 11 and enters the
curved sXQ9912483 of the control curve 11. The shape andPGRERSOS1S3 he
control curve 11 is selected such that this point is reached when the wafer
25 comes into engagenent W th the Iateral guides 39 in the hood 22 so that
the substrate carrier 17 is 3

einer Huhvorrichtung auf und nieder bewegt wird und zu-
satzlich eine Rblben-Zylindereinheit nit einer Gelenkver-.
bindung gur Hubstange vorgesehen ist, um den Substrat-

- triger aus der Hubbewegung heraus zu bewegen.

Aus der DE 34 25 267 c2 ist eine Vorrichtung zum Trans-
_ portieren und individuellen Behandeln von Substraten
_bekannt bei der die Substrate innerhalb des Substrat-
_tragers und aus diesem heraus angehoben werden.
- 10
Die US 34 93 093 zeigt und beschreibt eine Transport- und
nandhahungsvorrichtung, mit der Gegenstande angehoben
bzw. transportiert werden, bei der eine Steuerkurve ein-
gesetzt wird.
15
Der Erfindung liegt die Aufgabe zngrunde, eine Anlage
bzw. ein Verfahren filr die chemische NaBbehandlung, ins-
besondere fiir eine Spulung und/oder Trocknung zu schaffen
_ bzw. anzugeben, bei der bzw. bei dem ein kontinulerliches
20 und s;cheres Aus- bzw. Einheben der Substrate mbgllch
ist.

Die gestellte Anfgabe wirda ertindungsgemas dadurch ge-
18st, das die Aushubvorrichtung einen ersten Transport-

25 schlitten fiir die Substrate und einen .zwelten Transport-
schlitten fiir den Substrattriger aufweist, die Uiber eine
Gelenkverhindung untereinander verbunden s;nd. Padurch
ist eine getrennte Aushubsteuerung fiir die Substrate und
den Substrattrager und damit eine optimale Anpassung der

30 Bewegungen an die ProzeBerfordernisse n&glich. Eine
derartige Verbindung nit der M&glichkeit einer Relativ-
'hewegung der Schlitten zueinander fdhrt 2u einer opti-
malen Anpassung der Bewegungen der beiden Schlitten und
damit der Substrate und des Substrattriigers. Die

35 erfindungsgemifen Merkmale und MaSnahmen ermSglichen das
kontinuierliche Herausfahren der TrHger mit den darin

' enthaltenen Substraten und das nachtolgende Herausheben

der Substrate aus dem Triger, ohne daf wihrend dieses



no | onger needed for guiding the wafers 25. The wafers 25 are then lifted
by the bl ade-shaped |ifting—devi-ce-16.  After renoval -of- the wafers 25
fromthe rinsing fluid 23 the wafers = i
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gesanmten Vorgangs ein Stillstand oder ein starkes
Vermindern der Geschwindigkeit der herauszufahrenden
Triger insbesondere auch wihrend des Wechsels von der

- Bewegung des Trigers zur Bewegung der Substrate relativ
zum Triger eintritt. Bei der Behandlung von Trégern,

insbesondere von Wafern ist es némlich sehr wichtig, das
ein Stillstand wihrend des Aushebens der Wafer aus dem
Behandlungs-, Spll- oder Reinigungsbad nicht auftritt,
weil andernfalls bei Unterbrechen des Bewegungsvorgangs
sich im Bereich des libergangs aus der Fliissigkeit in den
Raum oberhalb der Fliissigkeitsoberfliche Partikel auf dem
Wafer absetzen. Durch den mit den erfindungégemaﬁen
MaBnahmen m8glichen Differentialhub zwischen Tr#ger und
Substraten ist eine”stetige;'kdntinuierliché Bewegung der
Substrate aus der Fliissigkeit heraus und insbesondere
durch die Fliissigkeitsoberfliche hinweg méglich.

Vorteilhafte Ausfﬂhrungsformen der Erfindung sind in den

‘Unteranspriichen angegeben.

Vorzugsweise ist der erste Transportschlitten mit einer
Antriebsvorrichtung verbunden. Der zweite Transport-
schlitten wird dabei nicht selbststindig sondern nur iiber
den ersten Transportschlitten angetrieben.

GemdB einer weiteren vorteilhaften Ausfithrungsform der
Erfindung weist die Gelenkverbindung zwei Schenkel auf,
wobei ein erster Schenkel mit dem ersten Transportschlit-
ten und ein zweiter Schenkel mit dem zweiten Transport-
schlitten gelenkig verbunden ist. Die den” Transport-
schlitten abgewandten Enden der SGhenkel sind tber ein
stift drehbar verbunden.l

‘Vorteilhafterweige liuft ein vorstehender Bereich des die

beiden Schenkel verbindenden Stifts an einer Steuerkurve

‘ab. Die Steuerkurve gibt dadurch den Bewegungsablauf des

Verbindungspunkts der beiden Schenkel vor. Durch eine
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t ensi on
Accordin

25 are dried. The drying process is supported by the | PA/N[err]
at nosphere_above the tank 21 because the gas mxes with the rinsing fluid
23 on the substrates and, "dUue To tne graadlent present Wi surface—

f or ces,
to . Fi

prevents that a liquid filmrenmains on the substrate 25.
- 6 the substrate carrier 17 is gradually slowed .
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,Substrattrﬁgar und - die substrate gemeinsam in gleicher

_géeignete“Wahl der steuerkurvé'kénn auf die ﬂewegung der

_unabhﬁngig voneinander Binflus genomnen werden. Dadurch

wird ein Differenzhub raalisiert, der anfénglich die

Geschwindigkeit hcwegt ung. dann die Bewegung des

Substrattr&gers anhalt, wﬁhrend sich die Substrate weiter
bewegen. Durch die vg;hgngygg,eineg_§ubstrattragers chne
seitliche rﬂhrungen, die auéh unter der Bezeichnung "Low

Mass Carrier”. oder "Low Profile Carrier” bekannt sind,

mit einem derartigen Ditferenzhubmechanismus entfallen
fest installierte . SubstrattrSgeraufnahmen im Behiilter,
die filr das Prozessieren von Standardcarriern erforder-

',lich sind.

Vorteilhafterweise weist die Steuerkurve einen geraden,
parallel zur Bewegungsrichtung verlaufenden Abschnitt und
einen sich an den ge:gggp:Abgchnittfgnschliesenden
Kurvenabschnitt auf. =

GemdB einer vorteilhaften Ausfiihrungsform vergrdBert sich
der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Transport-
schlitten, und damit zwischen den Substraten und dem
Substrattriger, wenn der §gi£t auf dem Kurvenabschnitt
abliuft. Duréh die Vefgr&Befﬁng des ‘Abstands zwischen den

_Suhstraten und den. SubstrattrSgern werden die Substrate .
~aus dem Substrattrager gehohen.

Vorteilhafterweise ist die Form des Kurvenabschnitts S0

- gewlhlt, das. s;ch der Abstand zw;schen dem ersten und

zweiten Transportschlitten stetig vergrasert. Dadurch ist
eine konstante Anshubgeschwindigkeit der Substrate -
sichergestellt, so das Trocknungstlecken und Partikelan-

.hﬁufungen an. den Substraten aufgrund ruckartiger Beweg-

ungen oder gar stillstand sicher vermieden werden.



down relative to the bl ade-shaped lifting device 16. Thus, the bl ade-shaped
lifting device 16 takes over in order-te:further lift the wafer 25 fromthe
tank 21. . In'Fig. 7, the position 6f the substrate carrier 17 is shown in
which it is conpletely stopped and only the bl ade-shaped |ifting device 16

i s nmoved upwawobgai2dhus, thé substrate carrier 17 1§ not for PCHEPYSNSIS3he

gui des 39 of ‘the hood:-22 which otherwi se would result in damage to the

gui des and a destruction of 4he substrate carrier .34 Fig. 8 shows the
end of the drying process of*'th& substrates 25.6 ™

Vorzugsweise ist die Form des Kurvenabschnitts in seinem
 Endbereich so gewdhlt, daB der zweite Transportschlitten
‘allm¥hlich zum Stillstand kommt. Der Punkt, an dem der
'zweite Transportschlltten zum Stillstand kommt, ist so
5 gewdhlt, daf der zweite Transportschlitten vorzugsweise
dann zun stillstand kommt, wenn die Substrate mit einer
Fﬁhrung auBerhalb des Substrattragers in Eingriff kommen,
der SuhstrattrSger Jedoch noch nicht mit den auBerhalb
des Beckens vorgeseheneh Substratfﬁhrﬁngen kollidiert.
| Vorteiihafterwgise ist der efSte Trans?ortschlitten mit
einér messerartigen Anhebevorxichtung; éuqh “"Messer" ge-
' nannt, verbunden, der bzw. das die Substrate an einem
Punkt unterstﬁtzt, so daB’ nur ein punktfarmiger Kontakt
15 stattfindet. Dieser Kontakt des Substrats verlést das
Fluid zuletzt beim Herausfahren. Die Messerform hat den
Vorteil, daB an dieser Stelle auf den Substraten
befindliches Fluid durch die messerartige bzw. spitze
'Form abgeleitet wird. Das "Messer" ist mit Einkerbungen
20 versehen, die die Substrate vor dem Verrutschen schiitzen.

‘Bevorzugterweise werden die messerartige Anhebevorrich-

tung und der Substrattriger mit gleicher Geschwindigkeit

angehoben,.wenn dér Stift aus dem geraden Abschnitt der
25 Steuerkurve abléuft. Dies ist dann der Fall, wenn sich
die Substrate wihrend des Anhebens noch im Substrattriger
befinden. Der zweite Transportschlitten kommt erst dann
zum Stillstand, wenn die Substrate in Fithrungen auBerhalb
_ des Substrattrigers in Eingriff kommen.
10 - . _ ..

' Falls eine Haube {iber dem Behilter angeordnet ist, insbe-
sondere bei einem Trocknungsvorgang, ist es besonders
vortellhaft, wenn die Fﬂhrungen innen an den Seitenwdnden
der Haube ausgebildet sind. Die Haube, die primir zur Ab-

3s deckung des Behllters bzw. des Beckens vorgesehen ist,
dient somit auch zur Filhrung der Substrate, wenn diese
nicht in Eingriff mit dem Substrattriger stehen. Vorteil-



The wafers 25 have reached the highest point of their novenent and are no
conpletely lifted to a position above the liquid level 27. In order to dry

the substrate carrier I7, the TrTquid level 1S Iower 0D an outter.
The wafers 25 and the substrate carrier 17 are nom1m4th!n an_IPAIN2 _
atmosphere. -~ In"Fig. 9 the liquid level 27 of the rinsing liquid 23 is

| over t haWOPHBI2M4Lipstrate carrier 17. In the meantine, thBCHEPSMSE® that has
been previously described in connection with Figures 4 to 7 has

- 7

hafterweise ist an der Deckwand der Haube eine Diffusor-

"platte anqeordnet, um eine Isoprqpylalkohol (IPA) /Ny-At-
mosphﬁre zur Verbesserung des Trocknungsvorgangs zZu er-
zeugen.

'Vorteilhatterweise weist die erfindungsgensne Aushubvor-
richtung zus&tzlich einen 163- und arretierbaren Klinkme-
chanismus auf. der den ersten und zweiten Transport—
schlitten starr miteinander verbindet. Die starre Verbin-
10 dung zwischen dem ‘ersten und zweiten Transportschl;tten,

' entspricht der Bewegung des stifts der Gelenkverbindunq
auf dem parallel zur Bewegungsrichtung verlaufenden Ab-
schnitt der stauerkurve. Bei verriegeltam Klinkmechanis-
mus ist der Substrattrager mit den Substraten vollstindig

15 aus dem Behalter aushebhar, beispielswaise dann, wenn
' - sich die ﬂbergaheposition des Substrattrligers im oberen
Beckenbereich befindet, . und inshesondere wenn der
Suhstrattrager nit den Substraten 1n das Becken ein- oder
aus dem Becken ausgebracht werden soll Vorzugsweise ist
20 ein Zylinder vorgesehen, der den Klinkmechanismus fiir ei-
~ne einfache steuerung ent— und/oder verriegelt, insbeson-
'dere bei Verwendung ‘der Anlage als Modul ‘eines automa-
tisch zu beladenden SYBtems. Durch den lbsbaren Klink-
mechanismus wird gew&hrleistet, daB die Transportschlzt—
25 ten gemeinsam zum Be- bzw. Entladen in die obere Position
fahren kannen, jedoch auch zum Ansheben der Substrate aus
dem Suhstrattrager getrennt werden kbnnen.

Der vbrliegendeh Erfindﬁng liéét weiferhih die Aufgabe
30 zZugrunde, die Ausbeute bei der Herstellung von Halb-
leiterchips und/oder wafern bzw. mit den zuvor beschrie-
benen Vbrrichtungen weiter zu erh&hen, den Verfahrensab-
lauf weiter zu vareinfachen, und die Fertigungsqualit&t '
' zu verbessern.
35
Diese Aufgabe wird im Zusanmenhang mit den zuvor ge-
'nannten Vorrichtungen oder anlagen erfindungsgemas



- 20 - been carried out in reverse sequence SO that the substrate arm 14
and the substrate carrler-arn115—are -again . p05|t|oned in their |ower end
The wafers 25 and the slbstrate carriers 17

pOSI tions.
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dadurch geldst, daB eine Haube {iber dem Becken vorgesehen
ist, und daB die Haube eine Tropfschutzvorrichtung
aufweist. Insbesondere dann, wenn wenigstens zwei Becken
2ur Behandlung von Substraten nebeneinander angeordnet
sind, tritt bei den herk&mmlichen Vorrichtungen der
Nachteil auf, daB beim Einsetzen oder Ausfahren nasser
Substrate und/oder Substrattridger Tropfen auf die Hauben
benachbarter Behandlungsbecken fallen. Wenn daraufhin die
Haube Uber den Becken verfahren wird, um beispielsweise
im Becken abgetrocknete Substrate und/oder Substrathalter
aus dem Becken zu entnehmen, ist die Gefahr groB, das
Tropfen seitlich an der Haube ablaufen und auf die
jeweils trockenen Substrate fallen. Dieser Nachteil wird

‘durch die erfinduhQSgéNKBe'MaBndhme, an der Haube eine

Tropfschutzvorrichtung vorzusehen, behoben.

vOrzuésweise ist die TrbpfSchutzhaube eine Abtropfplatte,

die entweder auf der Oberseite der Haube angeordnet oder

in Form eines Kragens um die Haube herum angebracht bzw.

- ausgebildet ist. Die Anordnung der Abtropfplatte bzw. des

Kragens hingt im wesentlichen von der riumlichen Situa-
tion ab und wird entsprechend dem vorhandenen Platz ge-

" .wédhlt.

Gem#B einer sehr vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfin-
dung steht die Platte bzw. der Kragen fiber die Haubenab-

" messungen hinweg vor, wobei gem#B einer besonders vor-

teilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung die Abtropf-
platte undjddér der Kragen zu derjenigén'Seite der Haube
schrig nach unten weist, in die die Haube bei Offnen des
Beckens verschoben wird. Auf diese Weise ist.sicherge-
stellt, daB auf der Seite der Haube, die iiber das offene
Becken hinwegleitet keine Flliissigkeit ablaufen und ins
Becken tropfen kann, weil die Abtropfplatte bzw. der Kra-
gen iiber die Seitenwandung der Haube hinausragt und von
der Seitenwand bzw. von der Haubenoberseite nach oben

‘'weist und daher Fiﬁésibkéit'nicht abtropfen kann. Die auf



are now dry. According to Fig 10, the hood 22 is | aterally displaced so
that the substrate carrier 17 with the wafers 25 can be renpved fromthe

tank 21 by the device handl er” 24. I'n the enbodl neNt representea 1n F Q.
11 of a device for chemcally treating substrates, above an upper wall 41
of a hood 42 a dr|p protecting device in the formof a dri late 43 is
provi ded W Pd12415 positioned at an angle of, for exanpl 183 el ati ve
to the upper wall 41 of the hood 42. The cover plate 43 extends with its
lateral ends 44, 45 past the sidewalls 46, 47 of

die Haube gelangende Flﬁssigkeit bzw. die.an den Seiten-
flichen bis zum Kragen ablaufenden Tropfen werden {iber
~die Abtropfplatte bzw. den Kragen. schrag auf die Seite
der Haube gefiihrt, dig:helm Offnen und SchlieBen des
5 Beckens'nicht iber das offene_aeckeg gelangt.

GemiB einer weiteren Ausfﬁhrdngsform der Erfindung ist
liber dem Rand des Beckens, ﬁher die die Haube nicht ver-
schoben wird, am Becken e;ne Beckenrand-Ahtropfschrﬁge
10 angebracht, die verhindert, daB Fllissigkeit von oben auf
| den Beckenrand tropfen und diesen verunreinigen bzw. wie-
~der benetzten kann, wenn beispielsweise Substrate und
~ Substrathalter iiber diesen Bereich transportiert werden.

15 Die gestellte Aufgabe wird bei den zuvor genannten Vor-
richtungen und Anlagen auch dadurch geldst, da8 das
Becken eine Reinigungs&trnung.aufwéist.lnei.der Behand-
lung von'Subst:aten, insbesondere Wafern, im Becken kommt
es wihrend der Behandlung cder wihrend der Manipulation

20 der Wafer vor, daf diese brechen oder Teile_davoh ab-

| brechen, die danach im Becken verbleiben. Diese Riick-
stéinde muBten aufwendig von oben entfernt ﬁgrden. Durch
die erfindungsgemésfe MaBnahme, das Becken mit einer
Reinigungsdffnung zu vgrsehen,_iat.@as_Entfe:nen von

25 Riickstiinden oder zerbrochenen Wafern waesentlich einfa-
cher. Dazu ist die Reinigungs&éffnung vorteilhafterweise
mit einem abnehmbaren, vorzugsweise abschraubbaren
Flansch abgeschlossen, wobei die Reinigungsﬂffnung vor-
teilhafterweise an einer Seite des Beckens am oder nahe

30 denm Beckenboden vorgesehen ist. Dadurch ist ein direkter
Zugriff zZu den Riicksténden und ﬁaferbruchstﬁcke im Tank
schnell und unkomplizzert moglich.”

Die gestellte Aufgabe wird bei den guvor genannten

35 Anlagen auch dadurch gel&st, dag im Dampfbereich eine
Ionisation zum Verhindern statischer Aufladungen vor-
gesehen 1st. Im Dampfbereich und insbesondere auch durch



the hood 42. Especially when at |east two treatnent tanks are arranged

adj acent to one anot her ,—subst+ates; respectlvely substrate carriers which
are wetted by liquid are tr@nsporfed across the hood 42 so that it cannot
be avoided that liquid will*diip onto the hood 42 F'espectively, according

to the presewpegBimdfiti on, onto the drip plate 43. Wthout tpcTEresesise of
t-he drip plate 43 this liquid would flow along the sides 46, 47 of the hood

42 and, when opening the hood 42, for exanple, by displacenent to the left,
woul d drip especially from#he sidewal |l 47 intqdhe tank 48 (only
represented schematically) in which a different treatnment fluid or already
dried substrates and/or substrate carriers are present so that the '
treatment fluid would be contam nated, respectively, the already dried

substrates or substdke AbEToREvorglinge Medr £liesenden Behandlundsfluidsy wie

di sadvant ages, for destilliertes Wasser uswv., entstehen im Behandlungsraum
‘oberhalb der Wasserfliche bzw. in der das Becken nach
oben abschlieSenden Hauhe'lonen, die zu einer statischen

5 Aufladung filhren und Beschadigunqen an den Substraten
verursachen. Durch die statische Aufladung werden
teilweise sehr hohe statische sPannungen aufgebaut, die
zu Durchbriichen fiihren und auch dadurch die Substrate
beschadlgen. Durch Erzeugen von Ionen werden die

10 statischen Aufladungen abgehaut und es sind keine Be-
'schadigungen der Wafer mehr durch statische Aufladungen
m8glich. Im Dampfbereich bef;ndet sich vorzugsweise
 Sti¢kstoff und/oder Isopropylélkohol.

15 Gemdp einer vorteilhaften Ausfihrungsform der Anlage ist
eine Ionlsationseinrichtung im Dampfbereich vorgesehen,
‘wobei die Ionisatlonseinrichtung vorzugsweise wenigstens
‘einen Ioni31erungsstab an wenigstens einer Innenwand der
Haube aufweist. VOrzugsweise umfagt die Ionisierungsein-

20 richtung wenigstens eine Gegenelektrode, die vorteilhaf-

' terwveise ehenfalls an einer Innenwvand der Haube in einenm
'gewahlten Abstand zum Ion1s1erungstab bzw. zu den
' Ionlsierungstﬂben angeordnet ist. Die Gegenelektrode
liegt vorzuqsweise an Masse bzw. am AnschluB einer Hoch-
25 spannungsquelle, mit derem anderen Anschluﬂ der Ionisie-
rungsstab verbunden ist.

Der Ionisieruhgsitab ist vorzhgsweiSé'mit einer Hochspan-
nung von 5 bis 25 kv und vorzugsweise von 10 bis 15 kV
30 beaufschlagt.

GenmiB eihet vo:ééilhaftén Aﬁéfﬁhrungsfoim der Erfindung
ist die Hochépénnung gepulst;'Die'Pulsé weisen vorzugs-
. Weise'eine impﬁisdaﬁér von 1 bis 100 ms und vorzugsweise
35 10 bis 40 ms auf. Vorteilhafterweise ist das Tastver-~
. hdltnis der Impulse im Berelch von 1:8 bis 1:12 und vor-
'zugsweise etwa 1: 10. 
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Eine Verbessérﬁng der ?ertiqﬁhgsqﬁaiititﬂvird bei den
zuvor genannten Anlagen auch dadurch errelcht, daB
wenigstens eine Hhssonde zur ﬁberwachung der Gaskonzen-
tration, dexr Gasgemisch-hnteile ﬁnd/oder des Gas- bzw.

'Gasgemischgehalts im Damptbereich vorgesehen ist. vor- _ E
|

zugsweise werden die von der HeBsonde ermittelten MeB-

- werte zur Steuerung bzw. Regelung der Gaskonzentration,

der Gasgemisch-hntexle und/oder des Gas- bzw. Gasgemisch-
gehalts im Dampfraum herangezogen. Auf diese Weise ist es
m&glich, ﬂber den gesamten Fertigungs- und Behandlungs-
ablauf optimale Verhaltnisse Im Dampfbereich aufrecht zu
erhalten, so dap éine hohe Fertlgungsqualitat und gerin-
ger AnsschuB gew&hrleistet 1st._

Die Fértiguﬁ?gqualitﬁt_wird'genﬁs'éiper weiteren erfin-
dungsgemssén Adsfﬂhrungsfbrm dér iuﬁor génannten Vor-
richtungen auch dadurch erreicht, daB in einer Leitung,
iiber die das Behandlungsfluid abfl;ent, ein Flowmeter zur
Ermittlung der Durchfluamenge des Behandlungsfu;ds ange-
ordnet ist. Dadurch ist es maglxch, abweichende Durch-
fluBmengen schnell festzustellen und/oder die vom Flow-
meter ermittelten MeBwerte zur steuerung bzw. Regelung
der ein- und/oder ausstr&menden rluidmenge heranzuziehen.
In der 2u- und/oder Ahflusleitung ist dazu vorzugsweise
ein Vventil, 1nsbesondere ein von einem Motor gesteuertes
Ventil vorgesehen. wobei der Motor bzw. das Ventil 1n Ab-
hiingigkeit von den Meﬂwerten des Flowmeters gesteuert
bzw. geregelt wird.

Bei den zuvor beschriehenen Anlagen werden die Ferti-
gungskosten erfindunqsgemss dadurch kleln gehalten, das
das aus denm Becken ausstranende Behandlungsfluid in einer
Wiederaufbereitnnqsanlage wiedernutbereitet wird. Dies
verringert nicht nur die Herstellungskosten sondern dient
auch der Umweltvertraglichkeit des Vertahrens. Das wie-
deraufbereitete Fluid wird ‘vorzugsweise im Fluidbecken



exanpl e, nore frequent exchange of the treatnment fluid or greater nunbers
of products to be discarded—due to,the rewetting of the wafers are thus.
inventively prevented by the drip" plate 43." The dr'giplate 43 prevents
running of droplets along th& sidewalls 46, 47 ofte hood 42 and
especi al | y awowgnisag si de surface 47 which will be upon di sprCRERISMISH t he
hood 42 to the |eft for opening the tank 48 across the open tank 48. Due
to the slanted downward diregtion of the drip pl at: #A3 1IN tthe direction
toward the side toward which the hood 42 is di 9@ acéd, the Iiquid runs,
respectively, drips fromthe drip plate 43 within an area external to the
tank and can thus not contam nate the tank 48.

‘'wieder verwendet. Das gesamte Qiederaufbereitete Fluid
oder ein Teil hiervon kann nach der Wiederaufbereitung
auch in die Brauchwasserableltung abgelassen werden. Dies
ist insbesondere dann von Vorte1l, wenn das Fluid etwa

5 bei einem Trocknungsverfahren von Substraten destillier-
tes Wasser ist, das nach der Aufbereitung problemlos in
das kommnnale Abwassersystem eingeleitet werden Xkann.

Bevorzugterweise wird die erflndungsgemﬂse Aushubvorrich-
10 tung bei einem Trocknungsverfahren eingesetzt. Dabei
. werden die Substrate aus einem Splilfluid ausgehoben und
der Substrathalter im Beckeh belassen. AnschlieBend wird
der Fluidspiegel unter den Substrathalter abgesenkt, was
belsplelswe1se durch dffnen elnes Abflusses bewirkt wird.
15 Anschliefend werden die getrockneten Substrate zuriick in
den ebenfalls trockenen Substrathalter abgesenkt. Die
Trocknung der Substrate geschieht also wdhrend des Aus-
bringens der Sﬁbstrate'aus einem Becken, wihrend der
' Substrattriger durch das Abséhken des Flissigkeits-
20 spiegels des Splilfluids getrocknet wird.

' Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten und Vorteile
derselben wird bzw. werden nééhfolgend anhand von Aus-
fﬁhrungsbelsplelen unter Bezugnahme auf die Zelchnungen

25 erliutert. Es zeiqén. '

Fig. 1 eine Ansicht der Ruckselte elner Ausfﬁhrungsform
einer Aushuhvorr;chtung flir eine erfindungsgendBe
Trockungsanlage, .

30 Fig. 2 eine SeltenanSLcht der Aushubvorrichtung gemin der
Fig. 1,_
Crig.ls eine Querschn1ttsanszcht der Trocknungsanlage zur

' - chemischen NaBbehandlung und gleichzeitig einen

o efsten Schfitt eines é;fihdunqsgemaseh Trocknungs-

35 vorgangs; :

Fig. 4 einen zweiten Schrltt eines erflndungsgemasen

Trocknungsvorgangs;



o pA.

In the represented enbodi ment an additional tank drip slant 49 is connected
above the tank rim50 of the side of the tank across which the hood 42

durTng openi ng o1 tne tank is novea, via wWich Tiqul T1ppIl Ng oNnt o tne
drip slant 49 is deflected and cannot reach the rim50 of the tank. The
enbodlnents represented in Figures 12 and 13 differ from the enbodinent in
Fig 11 ¥ Eﬁ!lally only in that the drip protecting REFEREASES3t hj s case
isinthe formof a collar 61 which in the area of at |east the sidewalls
46 and 47 of the hood 42 surrounds the hoog 42 at least within the area of
the sidewalls 46, 47. Due to the projectin 3areas 62, 63 of the collar 61,
as has been disclosed in detail in connection with Fig. 11, it is ensured
t hat upon openlng _

Fig. S einen dritten Schritt eines erfindungsgemasen

Trocknungsvorgangs,
" Fig. 6 einan v1erten Schritt eines erfindungsgemaben
Trocknungsvorqangs,
5 Fig. 7 einen fﬂnften SGhritt eines ertindungsgemﬁaen
'Trocknungsvorganqs, “_‘ :
Fig. 8 einen sechsten Schritt eines erflndungsqemasen
Trocknungsvorgangs,
Fig. 9 einen siebten Schritt eznes erfindungsgemﬁsen
‘10 ' Trocknungsvorgangs,
Fig. 10 einen achten Schritt eznes erfindungsgeméﬁen
Trocknungsvorgangs '

Fig. 11 eine Ausfﬁhrungsform der erfxndungsgemﬁaen
_ 'Vorrichtung in schemat;scher Darstellung mit
‘15 . einer Abtropfplatte iber der Haube
Fig. 12 eine weitere Austﬁhrungsform der erfindungsgema-
Ben Vorrichtungmit einer Tropfschutzvorrlchtnng
in Form eines un eine Haube herum angeordneten
Kragens, - : :
20 Fig. 13 die Ausfﬁhrungsform gemas Flg. 12 in Aufsicht,
Fig. 14 eine Seitenansicht einer Ausfﬁhrungsform der er-
findungsgem&&en Vorrichtung mit einer Reinigungs-~
Sffnung im Becken,'
Fig. 15 einen schematischen Querschnitt entlang der in
25 Fig. 14 eingezeichneten Schnittlinie I-I und
Fig. 16 eine Ausfﬂhrungsform der Haube mit einer Ion;sa-
tionse1nrichtung in schematischer Darstellung.

In den Fig. 1 und 2 ist eine Aushuhvorrichtung 1 einer
30 erfindungsgemasen Anlage 20 zur Trocknng von Wafern 25
entsprechend Fig. 3 dargestellt. Die Aushuhvorrxchtunq 1
weist einen ersten Transportschlitten 2 mit einem Triger-
arm 14 fliir eine masserartige Anhebevorrichtung 16 und
einen zweiten Transportschlitten 3 nit einem Trigerarm 1S
35 fiir den Subtrattrlger 17 auf, die durch eine Gelenkver-
" bindung 4 miteinander verbunden sind. Die Gelenkverbin-
dung 4 umfaBft einen ersten Schenkel_s und einen zweiten



of the tank 48 by di splacenent of the hood 42 in the plane of the draw ng
to the left liquid which drrps-frUﬂTthe top onto the hood 42 cannot reach
t he si-dewalls 46, 47 and can ot™drip into ‘the open .

WO 96221241 . - PCT/EP9SNS1S3
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Schenkel 6, der mit dem ersten Transportschlltten 2 bzw.
mit dem zweiten Transportsch;tten 3 gelenk1g verbunden
ist. Die beiden Schenkel 5, 6 stehen.ﬁber einen sStift 7
miteinander in Verbindung. Der erste Transportschlitten 2
wird von einem (nicht gezeigten) Motor angetrieben und
zieht beim Aushub tiber die Gelenkﬁerbindung 4 den zweiten
Transportschlitten 3'auf einer Fiihrungsschiene 10 mit

nach oben. Dabei l#uft der Stift 7 eine Steuerkurve 11
" ab, die aus einem geraden Abschnltt 12 und einem krummen

Kurvenabschnitt 13 besteht.

Bewegt sich der Stift 7 auf dem geraden Abschnitt 12, so
bildet die Gelenkverbindung 4 1m wesentlichen eine starre

‘Verbindung zwischen dem ersten und zwelten Transport-

schlitten 2, 3. In diesem Zustand wird der Substrattriger
17 mit den darin befindlichen Wafern 25 angehoben, wih-
rend die messerartige Anhebevorrichtung 16 noch nicht an
den Wafern 25 anliegt. Ab Beginn_des Kurvenabschnitts 13

‘der Steuerkurve 11'wird'der'zWeite T:ahsportschlitten 3

allmihlich langsamer als der erste Transportschlitten 2.
Dadurch kommt die messerartige Anhebevorrichtung 16 in
Beriihrung mit den Wafern 25 und hebt diese an und aus den
Halterungen des Substrattragérsii7 heraus. Zu diesem
Zeitpunkt werden'die'Wafer'25'jedo¢h'bereits'in Flihrungen
39 einer Haube 22 gehalten, wie dles aus der nachfolgen-
den noch zu beschrelbenden Figur 5 ersichtllch ist. Der
Transportschlitten 3 kommt dabei ]gdoch nicht vollstidndig

zum Stillstand, sondern lsuft entsprechend der Kurvenform

des Kurvenabschnitts 13:de: Bewegung des ersten Trans-
portschlittens 2 nach, da die Schenkel 5, 6 die MS8glich-
keit haben, sich um den Stift zu drehen und dadurch ihren
Winkel zueinander kontinuierllch zZu vergroﬁern. Der Zeit-
punkt des stillstands des zweiten Transportschllttens 3
ist dann erreicht, ‘wenn der Stift 7 an elner stelle des

"Kurvenabschnltts i3 gelangt Lst, an der er in einen
'Kreisbogen ﬁbergeht, dessen Radius dem Abstand zwischen

StlftachSe und der Drehachse des Verblndungspunktes Zwi-



- 22 - tank 48. The slanted portion 49 represented in Fig. 12 corresponds

substantially to the one of Fig. 11 and has the sane function.._ I n tth
enmbodi nents represented in Fi'gs: 14 and 15 INe tank 71 s provided—at—ts
narrow side 72 with a cleaning opening 73 that is cut out at the | ower end
within the vicinity of the bottom of the tank. -

WO 9621241 - PCT/EP9S/05153

schen dem zweiten Schenkel 6 und dem zweiten Transport-
schlitten 3 entspricht. Das Elgengew1cht des Transport-
schlitten 3 bewirkt dahe1 den stillstand._“_

5 Der Radius des Bereichs des Kurvenabschnitts 13, der sich
zwischen dem geraden Abschnitt 12 und dem Stillstands-
punkt des Kurvenabschnitts 13 befindet, ist dabei grdger
als der Radxus des Bereichs des Kurvenabschnitts 13 nach
dem | stillstandspunkt.r_j.

10
In den Fig. 3 bis 10 1st der -Ablauf eines Trocknungsver-
fahrens unter Verwendung der dort nicht dargestellten
Aushubvorr;chtung 1 w;edergegeben. In den Fig. 3 bis 10
bezeichnen gleiche Bezugszeichen gle;che Elemente.

15
' GemﬁB Fig. 3 wezst die erfxndungsgemsse Anlage 20 ein
Becken oder einen BehSlter 21 auf, iliber den seitlich eine
Haube 22 geschoben wird. Innerhalb des Beckens 21 ist die
von den Substratarm 14 getraqene messerartige Anhebevor-~
20 richtung 16 sichtbar.1 o

Ein Substrattrager 17 mit darln angeordneten Wafern 25
‘wird von einem AnlagenhSndler 24 auf die in ihrer unteren
Endstellung befindliche Aushubvorrichtung 1 aufgesetzt.
25 Ein Spﬂlfluid 23 str&mt von unten in das Becken 23 und
| strémt tiber eine Uherlaufkante 28 in ein duBeres Uber-
laufbecken 29. Da sich die: Aushubvorrichtung 1 in 1hrer
unteren Endstellung befindet sind die Wafer 25 vollstén-
_ dig in das Spultluid 23 eingetaucht.
30 :
' Der Substrattrager 17 hesitzt zwei parallel angeordnete
Seitenplatten, von denen 1n der Ansicht der Figur 3 nur
eine Seltenplatte 30 erkennbar ist. szschen den Seiten-
platten sind vier Stabe 31, 32, 33, 34 nit Querschlltzen
35  fUr die Aufnahme der Warer 25 angebracht. Einzelhelten
eines derartigen auch als "Low Mass Carrier“ bezeichneten
'Substrattrsgers sind in der nicht vorver&ffentlichten



As can be seen especially in ‘connecti on mnt' i g. 15, the cl eani ng opening
73 is closed off with a-renpvable- 1ge = and can be connected ta the
tank 71 with screws 75." Bet ween' t he- flange 747and the tank 71 an
intermediate flange 76 is provided in the represented enbodi nent. For
sealing the wdgesi2ef the flanges 74 and/or the internedi at e PCTERHWSIH o
peripheral seal 77 is provided. The cl eani ng openlng 73 in the tank 71
allows for a sinple cleaningiof the bottom of the ank and the easy renova
of remai ns or broken substrates -

deutschen Offenlegungsschrift 44 28 169 beschrieben, die
zum Inhalt dieser Beschrelbung gemacht wird um Wiederho-
lungen zu vermeiden.

5 Ein Gas wird von oben in die Haube 22 geleitet und tritt
iiber die Uberlaufdffnungen des Beckens' aus dem
Trocknungsraum aus.

Die Einleitung des flir die Trockung verwendeten Gases

10 erfolgt iiber ein Lingsrohr innerhalb des oberen Deckelbe-
reichs der Haube 22. Die zwischen dem Liéngsrohr und dem

- Deckelinnenvolumen'angeordnete Diffusorplatte besitzt ein

- definiertes Lochbild, das eine glelchmﬂsige Gasverteilung
iiber: die Breite und Lange des Deckes bewirkt. Wenn

15 gleichzeitig mehrere Substrattriger 17 in einer
Trocknungsanlage 20 pozessiert werden, befinden sich vor-
zugsweise im Deckel an den Frontseiten der Waferpakete
‘jeweils Trennwinde, die dafiir sorgen, daB in der Haube 22
-fir die einzelnen Waferpakete eihe'gleichmanige Vertei-

20 lung des Gases,'vorzugsweise'eines”IPA/Néécemisches fiir
den gesamten Raum garantiert wird. Andernfalls kénnten
sich unterschiedliche Strémungs-Verhiltnisse ergeben, so
daB einzelne Wafer 25 der Pakete unterschiedliche
Trockungsergebnisse aufweisen. Zur Flihrung der Wafer 25

25 ° sind an gegenﬁberliegenden Innenseitenflichen Fithrungs-
schlitze 39 ausgebildet. Die Fiihrungsschlitze 39 in der
-Haube 22 sind um etwa's Grad geneigt. EntSprechend werden
die Substrattriger 17 mit dem-gleichen'Neigungswinkellin
das Becken 21 abgesenkt. Dadurch ist die Lage der Wafer

30 25 wihrend des gesamten Trochnungsprozesses definiert und
die Trocknung des Substrattrégers wxrd ebenfalls verbes-
sert. o ' '

' Die Darstellung der erfindungsgemiBen Anlage gemiB Fig. 4
35  unterscheidet sich von der in Fig. 3 lediglich dadurch,
daB die Haube 22 iiber das Becken 21 gefahren ist. Danach.
wird der Substrattriger 17 mit dem Wafer 25 angehoben.



The enbodi nent represented in Fig. 16 shows an ionization device with
ionization rods 91, 92 at both sides 46, 47 of the hood 42 which in this

I Xed W th 1Tasten ng devices 93, 94 at tne upper eadge
portion of the hood 42. At a selected distance bel ow the ionization rods
91, 92 counter electrodes 95, 96 are provided which are, for exanple,
gr oundedWo962t¥Mhect ed t o nass. PCT/EP9SNO5153

. 17

Dabei 1£uft.deristift_7 dy?cb hen_hntrieﬁ des ersten
Transportschlittens 2 auf dem geraden Abschnitt 12 der
Steuerkurve 11 ab.

5 In Fig. 5 ist der Punkt der Bewegung erreicht, an dem der
Stift 7 den geraden Abscnnitti;z,dqresteuerkurve 11 ver-
188t und den Kurvenabschnitt 13 der Steuerkurve 11 abzu-
laufen beginnt. Die Form und Grige der Steuerkurve 11 ist
_ derart ausgehildet, daB dieser Punkt dann erreicht wird,
10 wenn die Wafer 25 mit den seitlichen Flihrungen 39 in der
Haube 22 in Eingriff kommen, 80 daf der Substrattridger 17
- _ nicht mehr zur Flihrung der Wafer 25 bendtigt wird. Die
Wafer 25 werden danach. durch die messerartige Aushebevor-
richtung 16 angehohen, '
~ Nach dem_bnsgahren der Wafer 25 aus dem Spiilfluid 23
werden die Wafer 25 getrocknet. Der Trocknungsvorgang
wird durch die IPA/Np-Atmosphire oberhalb des Beh#lters
21 unterstﬁtzt, da sich das Gas mit dem Spiilfluid 23 auf
20 den Substraten 25 mischt. und durch den Gradienten in den
Oberfliichenspannungskriften verhindert wird, dag ein
Flﬁssigkeitsfilm auf dem Substrat 25 verbleibt.

Gemds Fig._6 b1gibt der.subs;ragtrage: 17 langsam gegen-

25 iber der messerartigen Aushebevorrichtung 16 zurlick. Da-
'~ durch {lbernimmt die messerartige Aushebevorrichtung 16
das weite:g.husheben der Wafer 25 ausfdem-Behﬂlter 21.

- In Fig. 7 ist die stellung des Substrattrsgers 17 ge-
30 zeigt, in der dieser vollstandig stehen bleibt und sich
| nur noch die messerartige Aushebevorrichtung 16 nach oben
bewegt. Dadurch wird der Substrattrliger 17 nicht an die
Flihrungen 39 der Haube 22 gedriickt, was andernfalls zu
einer Beschadigung der rﬁhrungen und einer Zerstérung des
35 Substrattrﬁgers 17 fﬁhren wﬁrde.



- 23 - By applying a hlgh voltage betmgen:fhe respectlve I oni zati on rods
whi ch prevent an el ectrostatic charglng “of the‘substrate the substrate

carrier and/or of components of the treatnent
WO 96121241 _ PCT/EP9SAS1S3

Fig. 8 zeigt das Ende des Trocknungsvorgangs der Sub-.
‘strate 25. Die Wafer 25 haben den hichsten Punkt ihrer
Bewegung erreicht und sind vollstindig fiber den Fliissig-
keitsspiegel 27 herausgehoben. Um die Substrattréger 17

5  zu trocknen, wird der Flﬂssigkeitsspiegel durch O6ffnen
eines Ablaufes gesenkt. Die Wafer 25 und die Substrattri-
ger 17 befinden sich dann in der IPA/Nz-Atmosphare befin-
‘den. '

10 In Fig. 9 ist der Fliissigkeitsspiegel 27 des Spiilfluids
23 unter den Substrattriger 17 abgesunken. Inzwischen
wurde der anhand der Figuren 4 bis 7 beschriebene Bewegs-
vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchgefﬁhrt so das

" sich der Substratarm 14 und der Substrattrﬁgerarm 15 wie-

15  der in ihren unteren Endstellungen befinden. Die Wafer 25

und der Substrattrager 17 sind dann getrocknet.

Gem#B Fig. 10 wird die Haube 22 Seitlich'verschobén, so
da8 der Substrattréiger 17 mit den Wafern 25 durch den An-
20  lagenhandler 24 aus dem Behdlter 21 entfernbar ist.

- Bei der in Fig. 11 dargestellten Kusfﬁhtungsform einer
Vorrichtung zum chemischen Behandeln von Substraten ist
iber einer oberen Wandung 41 einer Haube 42 eine Tropf-

25 schutzeinrichtung in Form einer Abtropfplatte 43 vorge-
sehen, die in einem Winkel von beispielsweise 5° zur
oberen Wand 41 der Haube 42 angebracht ist. Die Abdeck-
platte 43 ragt mit ihren seitlichen Enden 44, 45 liber die
Seitenwiinde 46, 47 der Haube 42 hlnaus. Insbesondere

30 dann, wenn mindestens zwei Behandlungsbecken nebenein-
‘ander angeordnet sind, werden behandeite, mit Fliissigkeit -
benetzte Substrate bzw. Substrattréger iilber die Haube 42
transportiert,'SO-daB'nicht Germieden'Werden.kann, das
Flussigkeit auf die Haube 42 bzw. gem#B der vorliegenden

'35 'Erfindung auf die Abtropfplatte 43 tropft. Ohne Vorhan-
densein der Abtropfplatte 43 wiirde diese Fliissigkeit an
den Seiten 46, 47 der Haube 42 als Tropfen abflieBen und



device. In this manner it is ensured that the disadvantages related to

el ectrostatic charging such as hreakthroughs or spark over do_pot occur and
TamEges Lo e supstrates arée not posslpole. e I nvention has been

di sclosed with the aid of preferred enbodi ments. However, to a person
skilled in the art nunerous devi ations and ot her enbodi nents are obvi ous
Wi t houwaRs®aasii ng from the basic inventive principle BIERRYMF e it is
possible to arrange the drip protecting device in the formof a drip plate
43 or a collar 61-.at the hood 42 at a location that is higher or |ower,
dependi ng on the respective spatial requtfenents, or to select the anount
of slant according to the respective requirenents. Furthernore, it is, for
exanpl e, possible to prOV|de a plurality of

bei Offnen der Haube 42 heispielsweise durch “Verschieben
_ ' ~ nach links insbesondere von der Seitemwand 47 in ein
lediglich schematisch dargestelltes Becken 48 tropfen, in-
dem sich ein andares Behandlungsfluid -oder bereits
5  getrocknete Substrate und/oder Substrattréiger befindet
| bzw. befinden, so das das.Behand;pngszluid_verunreinigt
wird bzw. die bereits trockenen Substrate oder Substrat-
trédger wieder has werden. Die dadurch ent!féhenden Nach-
teile, wie beispielsweise hﬂutigeres Auswechseln des
10 Behandlungsfluids oder AusschuB durch wieder mit Fllis- -
sigkeit benetzte Wafer werden erfindungsgemlif mit der
vorgesehenen Abtropfplatte 43 vermieden. Die Abtropf-
platte 43 verhindert ain Herunterlaufen von Tropfen an
den Seitgnflachgn 46, 47 q;: Haube 42 und insbesondere
15 auch an der Seitenflliche 47, die etwa beim Verfahren der
Haube 42 nach links zur 6f£nung des Beckens 48 f{iber das
‘offene Becken 48 gelangt. Durch-die schrége Anordnung der
Abtropfplatte 43 in Richtunq derjeniqen Seite nach unten,
in die die Haube 42 verfahren wird, lsuft bzw: tropft die
20 Fliissigkeit von der Abtropfplatte 43 auBerhalb des
Beckenbereichs ab und gelangt daher nicht in das Becken
48.

. | Bei der dargeséellten Ausfiihrungsform ist auf der Seite
25 des Beckens 48, ilber die die Haube 42 beim Offnen des
Beckens nicht bewegt wird. eine znsatzliche -Beckenwand-
Abtropfschrige 49 ﬁber_diesem Beckenrand 50 am Becken
befestigt, {iber die die von oben auf die Abtropfschrége
49 tropfende rlﬁssigkeit'#pqe;gitet_wird und den
30 'Beckenrand_so ni¢ht er;eiqpt. o -

Die in den rig. 12 und i3 dargestellte Ausfﬂhrungsform o
unterscheidet sich von der in Fig. 11 dargestellten
Ausbildung im wesentlidhen lediglich dadurch, ‘éaf die

- 35 hbtropfschutzvorrichtung in diesen Falle in Form eines-
Kragens 61 ausgebildet ist, der in Bereich zumxndest der
Seitenwinde 46 und 47 der Haube 42 um die Haube 42 herum



i oni zation rods 91, 92 and a plurallty of counter el ectrodes 95, 96 and to
distribute them over the %+eatnen£—chanber in; order to provide for an
optimal, uniformiionization Wi thin.t he hood 42.

WO96R1241 - " PCT/EP9S/0S153
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oder zumindest im Bereich der Sextenwinde 46, 47 ange-

‘ordnet ist. Durch die ﬁberstehenden Bereiche 62, 63 des
'KraQens'sl 1st wiederum in entsprechender Weise, wie dies

anhand von Fig. 11 im einzelnen ausgefilhrt wurde, gewdhr-
leistet, daB beim'ﬁf:nen des Beckens 48 durch Verschieben
der Haube 42 in der Zeichenebene nach links Flissigkeit,
die von oben auf die Haube 2 gelangt, nicht an den Sei-
tenwéinden 46, 47 entlang nach unten in das offene Becken
48 abtropfen kann. Die in Fig. 12 dargestellte Becken-
randschrige 49 entspricht defjéhiqen von_Fig. 1 und hat
auch diesselbe Funktion.

‘Bei der in den Fig. 14 und 15 darQestgllteh Ausfiihrungs-
' form des Beckens 71 ist an seiner schmalen Seite 72 ein

Reinigungsloch 73 vorgesehen, das am unteren Ende in der
Néhe des Beckenbodens ausgeschnitten ist.

‘Wie insbesondere anhéhd von Fig. 15 é:sichtlich ist, ist

das Reinigungsloch 73 mit einem abnehmbaren Flansch 74

verschlossen und {iber Schraubén 75 am Becken 71 befe-

stigt. 2wischen dem Flansch 74 und dem Becken 71 ist bei
der dargestellten husfﬁhrungsform weiterhin ein Zwischen-

flansch 76 vorgesehen. Zur Abdichtung 1st_an den Réndern

des'Flansches 74 und/bder des zWischenflansches 76 eine
umlaufende Dichtung 77 angeérdnet.

Die Re1nlgungsdffnung 73 im Becken 71 erlaubt ein elnfa-

‘ches Rexn;gen des Tankbodens und das problemlose Entfer-
nen von Rﬁckstdnden oder gzerbrochenen Snbstraten.

Bei der in Fig. 16 dargestellten Ausfiihrungsform ist eine
Ionisierungsvorrichtung mit Ionisierungsstében 91, 92 an

‘beiden Seiten 46, 47 der Haube 42 vorgesehen, die in

diesem Ausfiihrungsbeispiel jeweils mit Befestigungsein-
richtungen 93, 94 im oberen Randbereich der Haube 42 )
fixiert sind.



- 24 - C ai s 1. Devi ce (20) for chem cal
wet treatnent of substrates (25) n a tank (21) containing a

i
|

treatment f1wd (23), CoOnprisifg alliiing apparatus (1) 10"

i nt roduci ng and renovi ng at | east _one substrate carrier (17) and the

substrates characterized in that the I|ft|ng apparatus (1)
conpri se¥ %;‘mh first transport carrlage (2) for t he ﬁm}?ﬁPPM?(ZS) and

a

In einem gewihlten Abstand unterhalb der Ionis;erungs-
stéibe 91, 92 hefindet sich Jewezls eine Gegenelektrode
95, 96, die beisplelswelse geerdet sind oder an Masse
liegen. '

Durch Anlegen einer Hochspannung zwischen dem jeweiligen
Ionisierungsstah 91, 92 und der zugeordneten Gegenelek-
trode 95 bzw. 96 werden Ionen erzeugt, die eine statische
Aurladung der Substrate, der Suhstrattrager und/oder von
10 Bauteilen der Behandlungsvorrlchtung verme;den. Auf diese
Weise wird sichergestellt, daB' ‘die m1t statischen Auf-
ladungen verbundenen Nachteile, wle Durchschl&ge oder
iberschlige nlcht auftreten und Besch&digungen der Sub-
strate nicht m6g11ch sxnd.
15
Die Erfindunq wurde anhand hevorzugter Ausfﬁhrungsbel-
spiele erl&utert. Dem Fachmann sind jedoch zahlreiche
Abwandlungen und Ansgestaltungen moglich ohne daf da-
durch der Erfindungsgedanke verlassen wird. Beispielswei-
20 se ist es m&glich, die Tropfschutzvorrxchtung in Form
einer Abtropfplatte 43 oder eznes Kragens 61 an der Haube
42 je nach den vorhandenen Raumverhdltnissen weiter oben
| - oder weiter unten anzuordnen,_oder das Mag der Schrige
nach den jeweiligen Erfordernissen zu wahlen. Weiterhin
25 ist es beispielsweise maglich, mehrere Ionisierungsstabe
91, 92 und mehrere Gegenelektroden 95, 96 vorzusehen und
verteilt ﬁber den Behandlungsraum anzuordnen, um elne
optimale, gleichm&ﬂige Ionisation innerhalb der Haube 42
zu erreichen.



second transport carriage (3) for the substrate carrier (17) whi ch
are connected with a JOlnHEdsmmﬁﬂeBmmdhlrﬁ# to one . another. 2. _
Devi ce (20) according to clg erized in®that the frrst and
t he second transport carri.-:n novabl e- al ong a vertica

gui de track (WOp6r21248. Devi ce ( accordr ng to.one of thmm

cl ai ns, * characteri zed |n that the first transport carriage (2)
connertpd to a drrve dPVIce .
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Patentanspriiche

1. Anlage (20) zur chemischen NaSbehandlung von Substra-
5 ten (25) in einem ein Behandlungsfluid (23) enthal-
tenden Behdlter (21), mit einer Aushubvorrichtung
(1) zum Ein- und Ausbringen wehigsténs eines Sub-
- strattrigers (17) und der Substrate (25), dadurch
- gekennzeichnet, dapf die Aushubvorrlchtung (1) einen
10 ersten Transportschlitten (2) fur d;e Substrate (25)
und einen zweiten Transportschlitten {(3) fiir den
Substrattriger (17) aufweist, die ilber eine
Gelenkverbindung (4) miteinander verbunden sind.

15 2. Anlage (20) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- daB der erste und der zweite Transportschlitten
(2,3) auf einer vertikalen Fiihrungsschiene (10) be-
wegbar ist.

20 3. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
' ' dadurch gekennzeichnet, dal der erste Transport-
schlitten (2) mit einér'AntriebSVbrfichtung verbun-
den ist. |

25 4. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dag die Gelenkverbindung (4)
zwei Schenkel (5,6) aufweist, wobei e1n erster
‘Schenkel (5) mit dem ersten Transportschlltten (2)
und ein zweiter Schenkel (6) mit dem zweiten Trans-

30 portschlitten (3) gelenkig, und die den Transport-

' schlitten (2,”3) abgewandten Enden der ersten und
zweiten Schenkel (5, 6} mitelnander iber einen Stift
"~ (7) drehbar verbunden sind. '
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4.

Devi ce. (20) according to one of the previous clains,

characterized in that the jointed connection (4) .conpr.i ses two | egs
(57 B wWnerepy . a trr Lﬂl mmmnecfea to the- rirrst transport
carriage (2) and a SEH m“ connected pivotably to the

second transport carrrage (3) "
second |1WQ%62B41 6) faci ng

*and that the ends of the first and

amay fromthe transport PEHEPISOSISE (2 3)

are connected vi a

10
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30

35

10.

1.

a pin (7) in a pivotable nanner.

' - This Sheet Has Been R
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Anlage (20) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daB ein vorstehender Bereich des die beiden Schenkel
(5,6) verbindenden stifgég an einer Steuerkurve (11)
abl&uftgl | o

Anlage (20) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
das die steuerkurve (11) einen. geraden, parallel zur
Bewegungsrichtung der Transportschlitten (2, 3) ver-
laufenden Abschnitt (12) und einen sich an den gera-
den Abschnitt anschlxesenden Kurvenabschnitt (13)
aufweist. .

Anlage (20) nach Anspruch 6, dadqrch gekennzeichnet,
daB der Abstand zwischen dem ersten und zweiten
Transportschlitten (2,3) konstant ist, wenn der
Stift (7) auf dem geraden Abschnitt (12} abl&uft.

Anlage (20) nach einem der anspriiche 6 oder 7, da-

~durch gekennzeichnet, daB sich de?-Abstand zwischen

dem ersten und zweiten Transportschlitten (2,3) ver-
grﬁaert, wenn der stift (7) .auf dem Kurvenabschnitt
(13) abliuft.

Anlage (20) nach einem der Anspriiche € bis 8, da-
durch gekennzeichnet, das die Form des Kurvenab-
schnitts (13) so gewdhlt ist, daB sich der Abstand

' zwischen dem ersten und zweiten Transportschlztten

(2 3) stetig vergr&Bert._ﬁ _

Anlage (20) nach einem der Ansprﬂche 6 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, das die Form des Kurvenab-
gchnitts (13) in seinenm Endbareich so gew#hlt ist,
das der zweite Transportschlitten (3) allmdhlich zum

stillstand kommt.

Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Transport-
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projecting portion of t

DeV|ce (2___§EEBTHTﬁg“ro—t+afn14 characterlzed n that a

g 0

PCI/EP9S/0S1S3

schlitten (2) mit einer messerartigen Anhebevorrich-
tung (16) verbunden 1st.

Anlage (20)'naéh Anspruch'll; dadgréh gekennzeichnet,
daf die messerartige Ahhebevotrichtung (16) und der
Substrattréiger (17) mit gleicher Geschwindigkeit an-
gehoben werden, wenn der Stift (7) auf dem geraden
Abschnitt (12) der steuerkurve (11) ablﬁuft.

Anlage (20) nach einen der vbrhergéhenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daBf der zweite Transport-

al ong a control curve (
WO 9621241
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5
10 13.
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schlitten (3) zum Stillstand kommt, wenn die
Substrate (25) in Fihrungen (39) auBerhalb des

- Substrattrigers (17) in Eingriff kommen.

Anlage (20) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
daB die Fiihrungen in einer Haube (22) oberhalb des
Behidlters (21) ausgebildet sind.

Anlage (20) nach einem der Ansprﬁche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daB der Aushub der Substrate
{25) nach dem Stlllstand des zweiten Transport-
schllttens (3) durch die messerartlge Anhebevorrich-
tung (16) erfolgt.

Anlage (20) nach einem der vérhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Anlage (20) zum Spii~
len und/oder Trocknen von Substraten (25) vorgesehen
1st.

Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate und/oder

der Suhstrattrager wahrend des Trockungsvorgangs mit
einem Gas, insbesondere einem Gasgemlsch aus Isopro-

pylalkohol und stlckstoff beaufschlagt sind bzw.
ist.
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6. Devi ce (20) aeee%d%ng”fB‘ErarnTg— characterized in that the

control curve (1 1) _c ﬂﬂ ht sectlon (12) . extending
paralle 0 e dire lwﬁ“m —transport carriages (2,

3) and a curved sect s connected to the straight section. 7
Devi ce (20) accordi ng- cterized in that the di st ance
bet ween  WQS62i243t and t he second transport carri ad&¥

TERISOSAS | s
constant when the pi rTTflTe ﬁi‘re?‘ﬂi‘ﬁ’ef he: - strai ght section (12)
' l I 25 .

i8. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dag ein 165- und arretierba-
rer Klinkmschanismus vorgesehen ist, der den ersten
_ und zweiten Transportschlitten (2 3) starr miteinan-
5 der verhindet. '

.....

dag ein Zylinder vorgesehen 1st, der den Klinkmecha-
nisw.s. eet-_.und./od.e.r verriegelt, . .

. 19;”An1age (20) ‘nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet,

10 -
_ '20._An1age nch einem der vorhergehenden Anspriiche,
" dadurch gakonnzeichnet, dad eine /Haube (42) iiber dem
Becken (48) vorgesehen ist, und daB die Haube (42)
‘eine Tropfschntzvorrichtung (43, 61) aufweist.

| 21. Anlage nach Anspruch 20, dadurch gekennneichnet, dag
| die Tropfschutzvorrichtunq eine Ahtropfplatte (43)
ist (Fig. 11).

20 22. An 1age nach Anspruch 21, dadurch gekennseichnet das
d;e Abtropfplatte (43) auf der Oberseite der Haube
{42) angeordnet istl(rig. 11).

23. Anlage nach Anspruéﬁ'éo 'dadurch gek-nnz.ichnet, dap
25 die Troptschutzvorrichtunq (43, 61) als Kragen (61)
um die Haube (42) herum angeordnet ist (Flg. 12).

24. Anlage nach einem der Ansprﬁche 20 bis 23, dadurch
gekxennzeichnet, dag die Abtropfplatte (43) bzw. der
30 _ Kragen:(ﬁ;)_ﬂber_d;e Haube_(42) pinweg vorsteht.

25. Anlage nach einem der Anspr&che 20 bis 24, dadurch

gekcnnseichnot, daB die Abtropfplatte (43) bzw. der

Kragen (61) 2u derjenigen Seite (45) der Haube (42)

35  schrig nach unten weist, in die die Haube (42) bei
Offnen des Beckens (48) verschoben wird.
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8. Devi ce (20) accordimg to one of the: clalns 6 or .7,

characterized in that th it he flrst and t he second
transport carriages (2, a‘m Mﬂ/ﬂen the (7) runs al ong
the curved section (13). > L Dawi de (20) accorﬁwng to one of the clains
6 to 8, wog@jﬁnacten zed— i that the shape of. the curveBCHERISOSIAS (13)

4 s selected such that the di.§ta0E&.RefeeEN the flrst and the second
transport carriages (2, nstantly 10: Device (20)
“mmn Fm $@r dacterized in that the shape

~according to one of the
of the curved section (13)
26. Anlage nach einem der Anspriiche 20 bis 25, dadurch
gekxennzeichnet, das iiber dem Rand (50) des Beckens
(58), lilber die die Haube (42) nicht verschoben wird,
eine Beckenrand-Abtropfschrége (49) vorgesehen ist.

27. Anlage'nach'einém“der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, daB8 das Becken (71) eine
Reinigungséffnung (73) aufweist (Fig. 13 und 14).

10 28. Anlage nach Anspruch 27.'dadurch'gekennseichnet, das
die Reinigungsdffnung (73) mit wenigstens einem
Flansch (74, 76) abgeschlossen ist.

_ - 29. Anlage nach Anspruch 27 oder ‘28, dadurch gekenn-

15 zeiclnet, das die Reinigungstffnung (73) an einer
Seite (72) des Beckens (71) am oder nahe dem Boden-
‘becken vorgesehen ist. '

30. Anlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
20 dadurch gekenngzeichnet, daf eine Ionisationsvor-
richtung vorgesehen ist.

31. Anlage nach Anspruch 30, dadurch geXennzeichnet, daBs
die Ionisationsvorrichtung in einer Haube (42) {iber
25 ' - dem Becken (48) vorqesehen ist.

32. Anlage nach Anspruch 30 oder 31, dadurch gekenn-
- . gzeichnet, daB'die Ionisationsvorrichtung in einem
: Pampfbereicht vorgesehen ist, in dem das aus dem
30 " Behi#ilter herausgefahrene Substrat einem Gas,
vorzugsweise:stiékstoff und/oder Isopropylalkchol
ausgesetzt ist. '

'°33. Anlage nach einem der Ansprﬁche 30 bis 33, dadurch
35 1 'q.keanseichhbt; dag die Ionisierungsvorrichtung
wenigstens einen’ Ionisierungsstab (91, 92) an
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,wenlgstens einer Innenwand (46, 47) der Haube (42)

aufweist. _

Anlage nach einem der Ansprﬂche 30 bis 33, dadurch
gekennzeichnet, dag die Ionisierungsvorrichtung
wenigstens eine Geganelektrode (55, 56) aufweist.

Anlage nach Anspruch 34._dadur¢h'geksnn:eichnet, das
die Geggnelektrpqglfss. 96)_anfﬁasse liegt.

Anlage nach einem der Ansprﬂche 30 bis 35, dadurch
gakonnseichnet, daB die Ionisxerungsvorr;chtung mit
einer Hochspannung von 5 bis 25- kV und vorzugsweise
von 10 b;s 15 kv beaufschlagt ist.

Aniage nach eindn der Anspruche 30 bis 35, dadurch
gekennzeichnet, das die Hochspannung gepulst ist und
die Pulse eine (Impulsdauer von 1.bis 100 ms und
vorzugswe;se_von_;q_bis 40 ms aufweist.

Anlage nach Anspriuch 36 oder 37, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Tastverh&ltnis der Hochspan-
nungsimpulse in'einemlnereich'von 1:8 bis 1:12 liegt
und vorzugsweise ein Tastverhﬁltnis von etwa 1:10
aufweist.

'Anlage nach einén'der vothergehenden Anspriiche,
dadurch gok.nnsoichnct das. wenigstens eine MeBsonde
.sur ﬂberwachung der Gaskonzentration, der
Gasgem;sch-hntaile nnd/oder des. Gas- bzw. Gasge-~-
mischgehalts im Dampfhereich vorgesehen ist.

Anlage nach Ansprudh 39, dadurch gdkonnzeichnet, das

- die von dcr neBsonde ermittelten ueswerte zuxr

Steuerung bzw._negelung der Gaskonzentrat1on, der
Gasgem;sch-hnteilg und/oder des Gas- bzw. Gas~-
gemischgehalts im Dampfbereich herangezogen werden.
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carriage (3) is sIomA broum

(20) according to one or ;\mm\amnnﬁ\m *

lifting device (16).

i

to a’standstill. 11. Device
o characterized in that
onnected to a bl ade- shaped

12. * Dévi ¢e {20 according to claim 11,

fﬁ

characteri zewossidsat the md lifting devi ce RCBEPISASSS he

substrate carrier

oona cre sur<

runs
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

(’I]aiZ)She%fl@ashsan t he sanme -speed when the pin (7)

I"" i’ of th "ntrol curve (11).

Anlage nach einem der vorhefgehenden Anspriiche,
dadurgh'goxohnsdiéhnct, daB in einer Leitung, fiber
die'Behandiuhgstiﬁid abflieBt, ein Flowmeter zur
Ermittlung der DurchfluBmenge des Behandlungsfluids
vorgesehen ist,

Anlage nach Ansprnch 41, dadurch gekenngzeichnet, daB
die vom Flowmeter ermittelten MeBwerte zur Steuerung
bzw. Regélung_@ér ein- und/oder ausstr&menden
Fluidmenge herangezogen werden.

Anlage nach Anspruch 41 oder 42, dadurch gekenn-
zeichnet, das die steuerhng bzw. Regelung der ein-
und/oder ausstr&menden=F1uidmenge mittels eines
Ventils, insbesondere eines mit einem Motor getrie-
benen Ventils erfolgt.

Anlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB das aus dem Behilter
ausstrémende Fluid in einer Wiederaufbereinigungs-
anlage wiederaufbereitet wird.

Anlage nach Anspruch 44, dadurch gekemnnzeichmnet, das
das wiederaufbereitete Fluid im Behllter wieder- '
verwendet wird.

Anlage nach Anspruch 44 oder 45, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das wiederaufbereitete Fluid wenig-
stens teilweise der Brauchwasserableitung zugefiihrt
wird.

Trocknungsverfahren unter Verwendung einer Aushub-
vorrichtung"(;) zum Ein- und Ausbringen wenigstens
eines Substrattrigers (17) und von Substraten (25),
wobei die Aushubvorrichtung (1) einen ersten
Transportschlitten (2) fiir die Substrate (25) und



13.  Device (20) accordln he previous cl ains,

characterized in that E BE g Bport carriage (3) _is —stopped
whrerrtiTe bUUS[raIES ( (39) exterior to the substrate
carrier (17). DeV|ce_L2Q;_acceLd|ng to claim 13, characterized |n

that the 5 QU|des are formed in a hood (22) above t .
962124101 di nghtsah@ﬂéasm agef i ms 11 to 14, p&&@%’é%terl zed in

e (VPOPSRIBH0
that the lifting of thﬂ“mm 25) after

einen zweiten Transportschlitten (3) fir den
Substrattrager (17) aufwe:st, gekennzeichnet durch
folgende verfahrensschrltte.
- Aushehen der Substrate (5) aus einem Splilfluiad
5 (23) und Belassen des Subtrattragers (17) im
' Behélter (21);
- Absenken des Spﬁlfluids (23) unter den
Suhstrattrﬁger (17), und
= ' Absenken der Substrate (25) in den Substrat-
10 tr&ger (17) nach dem Trocknunqsvorgang.

-




standstill of the second transport carriage (3) is carried out W th

the.hLada.shaped—Lhiﬁhng—é°”:“c GGy ce 20 aCCOT O Ng L0 ONe

of the previous clains, characterized in that:..the device (20) S
designed for rinsing and/or drying of the substrates (25).
WO 96/21241 PCT/EPISIOS1SS
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- 27 - 17. Device (20) according to one of the previous clains,
C N et lmimifumin @t 0— S LI S =i e—peme-or=—t-ire—Stb St +-ate o e
during the drying process are exposed to a gas, especially a gas

m xture of isopropyl alcohol and nitrogen.
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18. Device (20) according to one of the previ ous cl ai ns,

C ocki-rg—mrectrarmsTT T T TS —arrestabl e and
rel easabl e is provided which connects the first and the second
transport carriages (2, 3) inarigid manner .. 19. Device (20)
accordin @i m 18, characterized in that a cy| PEEPINOSIS3r ovi ded
whi ch | ocks and/ or rel eases the | ocking mechani sm 20. Device

‘according to one of the. _previous clains, - characterized in that a

hood (42) is provided abovesthe tank
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(48) and that the hood (42) conprises a dri p prot ecting devi ce (43,

61 il Rme—tre- SO g—-o—etarTT 26 CiTar act er 1 Zed 1N That the drip
protecting device is a drip pI ate (43) (Fig. 11).. .. 22. Device according
to claim21, characterized i'n that the drip pI ate (43) is arranged at
the top Sidseribhast Ne hood (42) (Fig. 11). 23. DePCTEP¥NSERIIi ng to
claim?20, ¢ aracterlzed in that the drip
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protecting device (43, 61) is a collar (61) arranged about t he hood

(4 2yt ———a- G- e — e Ty OO o —the—ctar s 20 t 0. 23,

characterized in that the drip plate (43), respectively, the col | ar
(61) project outwardly fromthe hood (42). 25. Device according to one
of the clwossnh to 24, characterized in that the GCIEPSOSISS (43)
respectively, the collar (61) projects at a slant downwardly to that
si de (45) of the hood_(42) i n whose direction-the hood (42) upon
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opening the tank (48) is displaced. 26. Device according to one of the

Cl Al UE 2 bl char-act-ersetrA—t hat—abore=tte—TTT (50)" 01 TNe tank
(58), across which the hood (42) is not displaced, a rimdrip slant
(49) is provided. 27. Device according to one of the previous

cl ai ns, g]aracterl zed in that the tank (71) corrprlnerlnmsmsﬂam ng
openi ng ??33‘”8 13 and 14) _

>
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28. Device according to clain127;,éhéra¢feﬁ12éd in that -the cl eani ng

0 P £NLAG L3 imGunea@S-e-ehm - — - - —teast—otTe—taTTyT T 70) . 29
Device according to claim27 or 28, characterized in that t he
cl eaning opening (73) is provided at a side (72) of the
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29 - tank (71) at or in the VICI

,ty of the bottom of the tank.
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in that an ionization deV|ce i's prQV|ded
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31. Device according to claim 30, char acterr zed in that the

|on| Z Sefoi~-0\-clog—-fr=mr=troot={t2Z . above Lhne (ank (48).

32.  Device according to claim30 or 31, characterized in that t he

i oni zation device is provided in a vapor zone in which thf%‘subst rate
rermvedv{ gﬁra&ﬁe tank |s exposed to a gas, . prefer gen and/ or
| sopropy co Devi cepgagzor ding to one .of the cI ains 30 to 33,

‘characterized in that the ioni zation devi ce corrpr rges at
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(463

| east one counter electrode (55, 56).

P

| east one ionization rod (91, 92) afL!easfrat one of the inner

wal | s

L = laVWal
crarnsg . ou

characterized in that the ionization device conprises at
Devi ce according to claim 34,
counter el ectrode (95, 9GCEEPISEIISECted tO

char act erwoadnrzizait hat the

Mass.

36.

Devi ce according to one of the clains 30 to 35,
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characterized in that the ionization de\'_/'i Qe is subjected to
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.i 36 high voltage of 5 to 25 kV and preferang;?ﬁ RV~
: Devi ce accordlng to one of 'the clainms 30 to-35, characterlzed 'n

that thﬁmm;mm/mnmum pul sed and that the “pul ses have .an i npul se
Iength preferably = =~ ¢ 10 t0.40 ns. ."38. Device
actording tb ctai®m 36 or 37, characterized in that t he pul se duty
rati o of the high voltage |npulses is wthin a ‘range of 1:8 to 1:12

and preferably has a pulse duty rati.o

. Patentanspriiche

1. ' Anlage (20) zur chemischen NaBbehandlung von

5 .+ Substraten (25) in einem ein Behandlungsfluid (23)
enthaltenden Behalter (21), mit einer Aushubvorrlch-
tung (1) zum Elnf und Ausbringen wenlgstens eines
SubStrattrSgérs'(17) und der Substrate (25), dadurch
gekennzeichnet, déB die Aushubvorrichtung (1) einen

10 ersten Transportschlitten (2) filir eine Substrat-An--
hebevorrichtung (16) und einen zwéitéh Transport-
schlitten (3) flir einen Substrattrdger-Halter auf—'
weist, und daB die beiden Transportschlitten (2, 3)
iber eine Gelenkverbihdung'(4) miteinander verbunden

15 sind. ' o

"2. Anlage (20) nach Ahspruch 1) dadurch gekennieichnet,
‘daB der erste und der zweite Transportschlitten (2,
3) auf einer vertikalen Fiihrungsschiene (10) beweg-
20 bar ist.

3. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Ansprﬁché,
dadurch Qekennzéichnet,'daﬁ der erste Transport-
schlitten (2) mit einer Antriebsvorrichtung verbun-

25 den ist. | ' h |

4. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Gelénkverbindung (4)
zwel Schenkel (5, 6) aufweist, wobei ein erster '

30 Schenkel (5) mit dem ersten Transportschlltten (2)
und ein zweiter Schenkel (6) mlt dem zweiten Trans-
portschlitten (3) gelenklg, und die den Transport-—
échlitten (2, 3) abgewandten Enden der ersten und
zweiten Schenkel (5, 6) miteiﬁander iber einen Stift

35 (7) drehbar verbunden sind. '
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of appr ox - 10. Device according to one of the previous
cl ai ns,’ ﬂn d in that at |east one neasuring probe for
nDnltorlnL@ﬂ“E ration, the gas mxture - . _:proportion and/or -
the gas contents, resﬁectl vely gas m xture 23 contents within the vapor
zork is provided. 40. Device according to claim39, characterized in
that the measured data detected by the measuring probe.are used

for controlllng t he gas concentration, the gas m xture proportions

and/ or the gas EontdMR9e dFfcinadh Angpruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daB ein vorstehender Bereich des dle beiden Schenkel

- (5, 6) verbindenden Stiftes an einer Steuerkurve
(11) ablauft.

6. Anlage (20) nach Anspruch 5;_dadurch gekennzéichnet,
daB die Steuerkurve (11) einen Qeradeﬁ, parallel zur
Bewegungsrichtung der Transportschlitten (2, 3)'ver—

‘laufenden Abschnitt (12) und einen sich an den gera-
10 den Abschnitt anschlieBenden Kurvenabschnitt (13)
aufweist. '

7. Anlage (20) nach Anspruch 6, dadurch gekennzelchnet
daB der Abstand zwischen dem ersten und zweiten
.15 Transportschlltten (2, 3) konstant ist, wenn der
Stift (7) auf dem geraden Abschnitt (12) abl&auft.

8. Anlage (20) nach einem der Anspriiche 6 6der_7, da-
durch gekennzeichnet, daB sich der Abstand zwischen
20 dem ersten und zweiten Transportschlitten (2, 3)
vergrBBert} wenn der Stift (7) auf dem Kurvenab-
schnitt (13) ablauft.

9. Anlage (20) nach einem der Anspriiche 6 bis 8, da-
25 durch gekennzeichnet, daf die Form des Kurvenab-
' échnitts (13) so gewdhlt ist, daB sich der Abstand
zwischen dem ersten und zweiten Transportschlitten
(2, 3) stetig Qergr&Berf.

30 10. Anlage (20) nach: einem der_Ansprﬁche 6 bis 9,'da¥
. durch gékennzeichnet, daB die Form des Kurvenab-

' schnifts (13) in seinem Endbereich so gewdhlt ist,
daB der éweite.Transportschlitten (3) allmdhlich zum
Stillstand kommt. '

35 _ |
11. Anlage (20) nach einem der vorhergehendeh Anspriche,

> ‘dadurch gekennzeichnet, dap der erste Transport-
REPLACEMENT SHEET| @2¢ureh gekennz : -
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M xture contents within the vapor zone. . 41. Device. according to one
of-.th 'ﬂ“nunﬁﬂﬂ"ns, ' characterized in that in a li.ne via which
the tfuﬂﬂuau“ is renoved, a flow neter for detecting the

t hr oughpuf of the s |
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30

12.

13.

14.

15.

16.

17.

*  treatnent fluid is2grovided.

schlitten (2) mit einer messerartigen Anhebevorrich-
tung (16) verbunden ist. '

-Anlaqe (20) nach Anspruch 11, da@urCh gékeﬁnzeich-

net, daB die messerartige Anhebevorrichtung (16) und
der Substrattridger (17) mit gléiéher Geschwindigkeit
angehoben werden, wenn der Stift (7) auf dem geraden
Abschnitt (12) der Steuerkurve (11) ablé&uft.

Anlage (20) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, daR der zweite Transportschlitten (3) zum
Stillstand kommt, wenn die Substrate (25) in Fiihrun-
gen (39) auBerhalb des Sﬁbstrattrégers (17) in Ein-

griff kommen.

Anlage (20) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daf die Fihrungen in einer Haube (22) oberhalb
des Behdlters (21) ausgebildet sind.

Anlage (20) nach einem dér Anspriiche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daB der Aushub der Substrate
(25) nach dem_stilistand des zweiten Transport- '
schlittens (3) durch die messerartige Anhebevorrich-

‘tung (16) erfolgt.

Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Anlage (20) zum Spii-
len und/oder Trockneh von $ubstraten (25) Vorqesehen

ist.

Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
gekennzeichnet durch eine GaseinlaBvorrichtung zum
Beaufschlagen der Substrate und/oder des Substrat-
trédgers wdhrend des Trockungsvorgangs mit einem Gas,
insbesondere einem Gasgemisch aus Isopropylalkohol

und Stickstoff. ‘
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© 31 - 42, Devi ce according to claim4l, characterized in that the

nmeasur by the flow neter are used for controlling the
L nfl G\Aﬂmmmmm MIH"TIWI ng fluid anmount. 43. Devi ce according to claim
41 or 42, tharacteriz&éd in that - 25

18. Anlage (20) nach einem der Vorhergehendén Anspriiche,
dadurch gékennzeichnet, daB zusdtzlich ein_las- und
arretierbarer Klinkmechanismus vorgesehen ist, der
den ersten und zweiten T:ansport§ch;itten (2, 3)

5 starr miteinander verbindet.

19. Anlage (20) hach.Anspruch 18, dadurch gekennzeich-
net, daB ein Zylinder vorgesehen ist, der den Klink-
mechanismus ent- und/oder verriegelt.

10

20. Anlage nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, daB eine Haube (42) {iber dem
Behdlter (48) vorgesehen“ist, und daB die Haube (42)
eine Tropfschutzvorrichtung (43, 61) aufweist.

15 | |

21. Anlage nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet; daB
die Tropfschutzvorrichtung einé Abtropfplatte (43)
ist (Fig. 11).

20 22. Anlage nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daf
die Abtropfolatte (43) auf der Oberseite der Haube
(42) angeordnet ist (Fig. 11).

23. Anlage nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dafB
25 die Tropfschutzvorrichtung (43, 61) als Kragen (61)
um die Haube (42) herum angeordnet ist (Fig. 12).

24. Anlage nach einem der ‘Anspriliche 20:bis 23, dadurch
gekennzeichnet, daf die Abtropfplatte (43) bzw. der
30 Kragen (61) iiber die Haube (42) hinweg vorsteht.

25. Anlage nach einem der Ansprﬁche 20 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, daf die Abtropfplétte (43) bzw. der

Kragen (61) zu derjenigen Seite (45) der Haube (42)

35 - schrédg nach unten weist, in die die Haube (42) bei

[REPLACEMENT SHEET |
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Offnen des Behilters (48) verschoben wird.




the control of the I nfl owi ng and/ or, outflow ng fluid anount . S

casri eﬁlummmj“l mllﬁme especiall'y a valve driven by:a . .. notor. 44.
Devi ce ; ! one of the' previous clains, .., characterized

i-n that "the flui'd fl ol ng out of the tank izs recycled in a recycl
devi ce. 45. Device according to claim44, characterized in that the
recycled fluid is reused within the tank

26.

27.

10 - 28.

29.
15

30.
20

31.
25

32

30

33.
35

Anlage ﬁach_einem der Anspriiche 20 bis 25, dadurch

ng

gekennzeichnet, daB lber dem Rand (50) des Behdlters

(58), lUber die die Haube (42) nicht verschoben wird,
eine Beckenrand-Abtropfschrédge (49) vorgesehen ist.

Anlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, daB der Beh&lter (71) eine
Reinigungsdffnung (73) aufweist (Fig. 13 und 14).

Anlage nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dap
die Reinigungsﬁffnunq'(73) mit wenigstens einem
Flansch (74, 76) abgeschlossen ist.

Anlage nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Reinigungsdffnung (73) an einer:
Seite (72) des Behdlters (71) am oder nahe dem
Beckenboden vorgesehen ist. |

Anlage nach einem der_vorﬁergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, daB eine Ionisationsvorrich-

tung vorgesehen ist.

Anlage nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daf
die Ionisationsvorrichtung in einer Haube (42) iiber

dem Behdlter (48) vorgesehen ist.

. Anlage nach Anspfuch 30 oder 31, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Ionisationsvorrichtung in einem
Dampfbereich vorgesehen ist, in dem das aus dem Be-
hdlter herausgefahrene Substrat einem éag, vorzugs-
weise Stickstoff und/oder Isopropylalkohol ausge-
setzt ist. -

Anlage nach einem der Anspriche 30 bis 33, dadurch

gekennzeichnet, dap die Ionisierungsvorrichtung

2 3 MAR 1998
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Device according to claim44 or 45, Characteri zed in that t he

recycle st partlally supplied to a ‘gray - wat er sewage
{ine.: ﬂlﬂ“n"ﬂ m”mmﬁhod in association with a li-fting apparat us (1) for
i nt r oducs nge a me at | east one subst3Zate carrier (17) and of '
substrates (25), whereby the lifting apparatus (1) has a first
transport carriage (2) for the substrates (25) and a second transport
carriage (3) for the substrate carrier (17), characterized by the
fol | owi ng nethod steépsigstens einer Eﬂﬂﬁﬂﬁénﬂhé4§ubé¥ﬁku4?REﬁaWbQ) &2)
rinsing fluid (23) gheyeist. | eaving the substrate carrier (17)
within the tank (21); : o '
34. Anlage nach einem der Anspriiche 30 bis 33, dadurch
5 gekennzeichnet, daB die Ionisierungsvorrichtung we-

nigstens eine Gegenelektrode (55, 56) aufweist.

35. Anlage nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daB

die'Gegenelektrode (95, 96) an Masse liegt.
10 ' _ .

36. Anlage nach einem der Anspriiche 30 bis 35, dadurch
gekennzeichnet, daB die Ionisierungsvorrichtung mit
'einer Hochspannung von 5 bis 25 kV und vorzugsweise
von 10 bis 15 kV'beaufschlagt ist.

15 ’ _

37. Anlage nach einem der -Anspriiche 30 bis'35, dadurch
gekennzeichnet, daBR die Hochspannung gepulst ist und
die Impulse eine Impulsdauer von 1 bis 100 ms und
vorzugsweise von 10 bis 40 ms aufweisen.

20

38. Anlage nach Anspruch 36 oder 37, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Tastverhiltnis der Hochspan-
nungsimpulse in einem Bereich von 1:8 bis 1:12 liegt
und vorzugsweise ein Tastverhdltnis von etwa 1:10

25 aufweist.

39. Anlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, daf wenigstens eine Mefsonde
zur ﬁberwéchung der Gaskonzentration, der Gasge-

30 . 'misch-Anteile'unQ/oder des Gas- bzw. Gasgemischge-
| halts in einem Dampfbereich vorgesehen'ist.

40. Anlage nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daf

die von der MeBSondé ermittelten MeBwerte zur Steue-.
35 rung bzw. Regelung der Gaskonzentration, der Gasge-
misch-Anteile und/oder des Gas- bzw.'Gasgemiscth-

'REPLACENEmnTSHEEFhalts im.Dampfbereiqh heraﬁgezoqen werden.

L. Wi

2 3 MAR 195 | o LA T

ot




—_—

.

10

15

20

25

30

35

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

)
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LT R

Anlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, daBf in einer Leitung, iber die

Behandlungsfluid abflieBt, ein Flowmeter zur Ermitt-
lung der Durchflufmenge des Behandlungsfluids vorge-

sehen ist.

Anlage nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daB
die vom Flowmeter ermittelten MeBwerte zur Steuerung
bzw. Regelung der ein- und/oder ausstrémenden Fluid-

menge herangezogen werden.

Anlage nach Anspruch 41 oder 42, dadurch gekenn-
zeichnet) daf die Steuerung bzw. Regelung der ein-
und/oder ausstrdmenden Fluidmenge mittels eines Ven-
tils, insbesondere eines mit einem Motor getriebenen

-‘Ventils erfolgt.

Anlage nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, daB ein aus dem Behdlter aus-
strémende Fluid in einer Wiederaufbereinigungsanlage

'wiederaufbé:eitet wird.

Anlage nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet, daB
das wiederaufbereitete Fluid im Beh&dlter wieder-

verwendet wird.

Anlage nach Anspruch 44 oder ‘45, dadurch gekenn-
zeichnet, dapB das wiederaufbereitete Fluid wenig-
stens teilweise der Brauchwasserableitung zugefihrt
wird. '

Trocknungsverfahren zum Trocknen von Substraten (25)
in einem ein Behandlungsfluid (23) enthaltenden Be-
hdlter (21), mit einer Aushubvorrichtung (1) zum
Ein- und Ausbringen wenigstens eines Substrattrigers
(17) und der Substrate (25), wobei die Aushubvor- -

2 3 MAR 1998
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eine Substratanhebevorrichtung (16) und einen zwei-
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Lowerin —?EE_FTHETﬁﬁ_TTUTﬂ‘(ZB) bel ow t he substrate carrier (17); and
Loweri ng Hm"wmamr into the substrate carrier (17) after
Qonpletlo H rocess. '

29 -

ten Transportschlitten (3) fiir den Substrattréger-

' Halter aufweist,die iber eine éelenkverbindung (4)

miteinander verbunden sind, gekennzeichnet durch

S

folgende Verfahrensschritte:

5 - "Ausheben der Substrate (5) aus einem Spilfluid
(23) und Belassen des Subtrattréqérs (17) im
Behdlter (21); - '
- . Absenken des Spililfluids (23) unter den
Substrattféger (17); und _
10 - Absenken der Substrate (25) in den Substrat-
tréger (17) nach dem Trocknungsvorgang.
REPLACEMENT SHEET{ o .
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